Halbleiter-Bauelemente
Semiconductors




Die vorliegende Ubersicht enthélt in gedréingter Form die wichtigsten Grenz- und Kenn-

daten der in der DDR gefertigten Halbleiterbauelemente.

Dem Anwender soll durch diese Ubersicht die Auswah! der jeweils in Frage kommenden
Typen erleichtert werden. Bauelemente, die nur noch fir Ersatzzwecke vorgesehen sind,
wurden in diese Ubersicht nicht aufgenommen. Wir weisen darauf hin, daB wir uns Ande-

rungen, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind. vorbehalten.

Spezielle Anfragen und Bestellungen sind an das jeweilige Herstellerwerk zu richten.

This survey contains a summary of the most important quantities and characteristic data

of the semiconductor components made in the GDR.

This survey is to facilitate the selection of the types that come to the question for the
user. Semiconductors, which only to be used for replacement applications were not ac-
quired into this survey. We would like to point out that we reserve the right to make

modifications due to technological advance.

Please address inquiries and orders to the manufacturer.

Halbleiterbauelemente-Industrie der Deutschen Demokratischen Republik

Semiconductor component industry of the German Democratic Republic



Typenverzeichnis Type list

X SF 132 HFO 48 FWE 14

Typ Her- Seite E 130 D HFO 8 U107 D
steller E 140 D HFO 8 SF 136 HFO 48 U 108 D FWE 14
E 147 C HFO 10 SF 137 HFO 48 OU 109D FWE 14
producer page E 150D HFO 8 X SF 150 HFO 50 OU 111D FWE 16
E 151 D HFO 8 SF 215 RWN 48 OU 12D FWE 14
E 153D HFO 8 SF 216 RWN 48 OU 121D FWE 16
E 154D HFO 8 SF 225 RWN 48 OU 122D FWE 16
AaaD HE o8 E 160D HFO 8 S 235 RWN 48 OU202D FWE 20
A0H O E 172D HFO 8 SF 240 RWN 48 OU253C FEWE 20
* A203D HFO 26 E 174 D HFO 8 SF 245 RWN 48 U311D FWE 14
* A eokg HED & E 191 C HFO 10 OSF 357 RWN 50 U3s2D FWE 14
A2 D HO e E 192C HFO 10 OSF 358 RWN 50 U0l D FWE 18
Az0D HEQ & E 193 C HFO 10 OSF 35 RWN 50 Us2D FWE 18
A 223 D HFO 30 E 195 C HFO 10 SM 103 FWE 51 U203D FWE 18
Al D HEQ B X GD 160 RWN 52 SM 104 FWE 51 Ussl D EWE 22
A 2i:0 Al e X GD 170 RWN 52 SMY 50 FWE 51 ¥ U700D PWE 24
A D REQ g/ X GD 175 RWN 52 SMY 51 FWE 51 OU705D FWE 26
OA 250D HFO 32 ce B o0 o s B o
i e 2 X GD 240 RWN 52 SMY 60 FWE 51 OU7ITD FWE 24
A 281 B HFO! 30 X GD 241 RWN 52 SP 101 WF 42 OUB8BD FWE 17
DA 200D HFQ 36 X GD 242 RWN 52 SP 102 WF 42 U821 D FWE 22
A 295D HEG™ X GD 243 RWN 52 SP 103 WF 42 VK 11 WF 46
A 301 D HFO 38 e = = &k
hoop B Mp A X GF 145 RWN 52 SP 211 WF 42 VG 110 WE 44
AgiED: b 44 GF 147 RWN 52 $S 106 HFO 49 Va 135 WE 4
B 109D HFO 38 CLAC - 3z W ya e WE
B 110 D HFO 38 . o = ;o & b B
B 222D HFO 36 S DN & = om0 olh @ B
OB 340 D HFO 36 X s e & = o D ¥aN, 13 it
OB 341 D HFO 36 S Sl b S
prva Hew 2 SAL 43 FWE 54 SS 216 RWN 49 VOB 37 WF 44
Br10s B (HEG: SAM 42 FWE 54 SS 218 RWN 49 VGB 71 WF 4
DIm D 5 SAM 43 FWE 54 SS 219 RWN 49 VQB 73 WF a4
D b WE P SAM 44 FWE 58 SSY 20 HFO 49 OVaD 30 WF 47
Diack W SAM 45 FWE 54 ST 103 WF 59
gzzzg Hig : SAM 62 FWE 54 X ST 108 GWS 59
b LG & SAM 63 FWE 54 SU 161 GWS 50
S0 tio @ SAM 64 FWE 54 SU 165 GWS 50
i e Hrer o SAM 65 FWE 54 SY 170 GWS 58
D 147 C HFO 10 SAY 12 WF 54 SY 171 GWS 58
s o b SAY 16 WF 54 SY 180 GWS 58
D 151 D HFO 8 SAY 17 WF 54 SY 180/AGWS 53
SikD e & SAY 18 WF 54 SY 200 GWS 58
D 154 D HFO 8 SAY 20 WF 54 SY 201 GWS 58
D 160 D HFO 8 SAY 30 RwWM 54 sY 202 GWS 58
D 172 D HFO 8 SAY 32 RWM 54 SY 203 GWS 58
6 GiD Hi6 @ SAY 40 RWM 54 SY 208 GWS 58
Siie bro i SAY 42 RWM 54 SY 205 GWS 58
St e o 10 SAY 73 WF 54 SY 206 GWS 58
Higic MO 10 SAZ 12 WF 53 SY 207 GWS 58
D 193 C HFO 10 SAZ 13 WF 53 SY 208 GWS 58
S e HEG i SAZ 54 WF 53 Sy 210 GWS 58
D 200 D HFO 12 SAZ 61 WF 53 SY 320 GWS 58
D201 D HFO 12 SAZ 71 WF 53 SY 330 GWS 59
D 204 D HFO 12 X SC 206 RWN 46 SY 335 GWS 50
D210 D HFO 12 X SC 207 RWN 46 Sz 600 GWS 57 Silizium- GWG
D220 D HFO 12 SC 23 RWN 48 X SZX 18 WF 56 freifléchen-
5owDp WG 12 SC 237 RWN 48 X SZX 19 WF 56 Slsichrichei 4
D240 D HFO 12 5C. 2 Bwel s SZX 21 WF 56 g s
D 251 D HFO 12 SC 239 RWN 48 SZY 20 WF 57 elten- W
D 254 D HFO 12 SD 168 GWS 50 SZY 21 WF 57 g.|8|ch,.
S5 b Wb @ X S 121 HFO 48 SZY 22 WF 57 kit 60 ... 64
D 491 D HFO 12 X SF 122 HFO 48 SZY 23 WF 57
D 492 D HFO 12 X SF 123 HFO 48 U101 D FWE 14
E 100D HFO 8 SF 126 HFO 48 U102D FWE 14 Silicon GWG
E 103 D HFO 8 SF 127 HFO 48 U 103 D FWE 14 free-area
E 110D HFO 8 SF 128 HFO 48 U104D FWE 14 Jottiges 60
E 120D HFO 8 SE 120 HFO 48 U15D FWE 14 Selenium  GWG
E 126D HFO 8 X SE 131 HFO 48 U106 D FWE 14 tetifiets 60 ... 64




Hersteller-Verzeichnis

HFO

GWG

GWS

RWN

FWE

RWM

WF

IMD

Producer list

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
lLeitbetrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Gleichrichterwerk Grofirdschen
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Réhrenwerk ,Anna Seghers” Neuhaus
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Funkwerk Erfurt
Leitbetrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik

VIEB Rohrenwerk Mihlhausen
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Werk fiir Fernsehelektronik
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Institut fiir Mikroelektronik Dresden
im VEB Kombinat Mikroelektronik

X Nicht fir Neuentwicklungen
O In Entwicklung

X Not for new developments
O Under development
* Nachfolgetypen A210D, A210K




Kurzzeichen

ag
b
Buideo

BTTT

CEDT.
CMR

ds

fm
fmax

Fmax

lr(av)
Ie(rms)

wirksame Fléche
AM-Unterdriickung
Monohalance
Tréigerunterdriickung
Ubertragsdampfung
Breite
Videobandbreite
Bildtrdger/Tontrégerverhdltnis
Gehdusekapazitat
Eingangskapazitdt
Eingangskapazitdt
Isolationskapazitat
Sperrschichtkapazitét
Lastkapazitat
Gesamtkapazitét
Gleichtaktunterdriickung
Abstand, lichte Weite
Bolzendurchmesser
Beleuchtungsstarke
Rauschiaktor
Frequenz
Eingangsfrequenz

Frequenzabweichung,
Modulationshub

Modulationsfrequenz
maximale Taktfrequenz
maximale Einsatzfrequenz
freilaufende Oszillator-
frequenz
Glitegrenzfrequenz
Transitfrequenz
Zwischenfrequenz
Leistungsverstérkung
HF-Leistungsverstérkung
in Basisschaltung

Hohe
Gleichstromverstarkung

KurzschluBstromverstéirkung
in Emitterschaltung

Basisstrom
Basisstromspitzenwert
Kollektorstrom
Kollektorstrommitte lwert

Kollektorreststrom bei
offenem Emitter

Kollektor-Emitter-Reststrom

Kollektorreststrom bei in
Sperrichtung vorgespannter
Emitterdiode

High-Kollektorstrom
Low-Kollektorstrom
Kollektorstromspitzenwert
Drainstrom

Blockierstrom
Drainspitzenstrom
Strahlstérke

FluBstrom, FluBgleichstrom
Dauergrenzstrom
Effektiver DurchlaBstrom

lem
lerm

lFsm

len

lat

Ir{av)
IT(rMs)
ITrRM
Iz

Alz

ne
No
No#
Not
Pin
Prsm

PRU t
Py
Po

Rae
Ros
Rg
R:

Rins
Rizr
Re
Rs

Scheite!ldurchlaBstrom
Periodischer Spitzenstrom
Nichtperiodischer Spitzenstrom
DurchlaBgleichstrom
Nenngleichstrom

Ziindstrom

Haltestrom

Eingangsstrom
Eingangsbasisstrom
Eingangsoffsetstrom
Laststrom

Lichtstdrke

Sperrstrom

Sperrstrom (Momentanwert)
Betriebsstrom

Stromaufnahme des
unbelasteten Schaltkreises

DurchlaBstrom
Dauergrenzstrom
Effektiver DurchlaBstrom
Periodischer Spitzenstrom
Z-Strom

Stabilitdt des Z-Stromes
Ausgangsstrom
Richtstrom
High-Ausgangsstrom
Low-Ausgangsstrom
Scheitelwert des
Ausgangsstromes

innere Verbindung
KiihIfldche

Klirrfaktor

Lange

Leuchtdichte
Serieninduktivit&t
Modulationsindex
Plattenzahl

Bolzenzahl
Ausgangslastfaktor
High-Ausgangslastfaktor
Low-Ausgangslastfaktor
HF-Eingangsleistung
Nichtperiodische Sperrverlust-
leistung

Totale Verlustleistung
Eigenleistungsaufnahme
Ausgangsleistung
RastermaB
Basis-Emitter-Widerstand
Drain-Source-Widerstand
Generatorwiderstand
Eingangswiderstand
Isolationswiderstand
HF-Eingangswiderstand
ZF-Eingangswiderstand
Lastwiderstand
Serienwiderstand in der
Versorgungsleitung

Rthiq
Rth'pc
Ro
IF

TR

re

S/N
SVR

ta
tacc
tce

tco

toHL
toLH
towr
tr

thotd

tiHL

ttlfr

tp

tg

tr
trc
(REF
tir
trwe
ts
tsetup
twe
tzu

tzuch |I
tzue
tzur

top

TK
TKir

TKiL

TKuz

TKuon

Gesamtwidrmewiderstand
Innerer Wérmewiderstand
Ausgangswiderstand
DurchlaBwiderstand
Sperrwiderstand
Z-Widerstand
Empfindlichkeit
Signal-Rauschverhéltnis
Betriebsspannungs-
unterdriickung
Zugriffszeit

Zugriffszeit der Eingéinge
Periodendauer
Zugriffszeit

(Zuschaltung der Ausgénge)
Einschaltverzégerungszeit
Ausschaltverzégerungszeit
Schreiberholzeit
Abfallzeit

Ziindzeit

Haltezeit

Anstiegszeit des
Fernsteuerimpulses

Ausschaltzeit

Einschaltzeit
Taktimpulsbreite
Freiwerdezeit
Anstiegszeit

Zyklusdauer Lesen
Auffrischperiode
Sperrerholungszeit
Zyklusdauer Lesen/Schreiben
Speicherzeit
Voreinstellzeit
Schreibzyklus

Zugriffszeit

Zugriffszeit des chip-enable-
Eingangs
Zeichenzugriffszeit
Reihenzugriffszeit
Zugriffszeit

{Abschaltung der Ausgéinge)
Temperaturkoeffizient
Temperaturkoeffizient

des DurchlaBstromes
Temperaturkoeffizient

der Lichtstérke
Temperaturkoeffizient

der Z-Spannung
Temperaturkoeffizient

der H-Ausgangsspannung
NennanschluBspannung
Subtratspannung
Basis-Emitter-Spannung
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis-Spannung

Kollektorsperrspannung
bei offenem Emitter




Uce
Uccs
Uce

Uceo

Ucer

Ucerm

UCEsal

Ucev

Ucio

Uos
Uop
UpF
Uos
Uprm

Ups

Ubsm

Ubwm
Ue
Ueso
U-
Ucs
Uas

Kollektorspannung
Schlafspannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei offener Basis
Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei endlichem
Basis-Emitter-Widerstand
Kollektor-Emitter-Spitzen-
sperrspannung bei endlichem
Basis-Emitter-Widerstand

Kollektor-Emitter-Sattigungs-
spannung

Kollektor-Emitter-Sperrspan-
nung bei in Sperrichtung vor-
gespannter Emitterdiode

Kollektor-Substrat-
Sperrspannung

Drain-Bulk-Spannung
Drainspannung
Ton-ZF-Ausgangsspannung
Drain-CGate-Spannung
Periodische Spitzen-
blockierspannung

Drain-Source-Spannung
Nichtperiodische Spitzen-
blockierspannung
Scheitelblockierspannung
Emitterspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
DurchlaBgieichspannung
Gote-Bulk-Spannung

Gate-Source-Spannung

Uet
Une
U

Ui
Ulefr

Uine
Uip

Us
UireHr
Uinezr
Uip
Uep
Uimax
Uimin
UiReg

Uir

UrrM

Ursm

Ziindspannung
HF-Spannung
Eingangsspannung, Gleich-
takteingangsspannung
Eingangsspannung

Eingangsspannung
(Effektivwert)

HF-Eingangsspannung
Pilotsignal-Eingangs-
Spannung

Pilotsponnung
HF-Regeleinsatzspannung
ZF-Regeleinsatzspannung
Differenzeingangsspannung
Taktspannung

Maximale Eingangsspannung
Minimale Eingangsspannung
Regeleinsatzspannung
Eingangsspannung fiir
Begrenzungseinsatz

obere Schwellspannung
Eingangsoffsetspannung
untere Schwellspannung
NF-Ausgangsspannung
NF-Abregelung
Sperrspannung,
Sperrgleichspannung
Scheitelsperrspannung
Impulssperrspannung
Periodische Spitzen-
sperrspannung
Nichtperiodische

Spitzensperrspannung

AV,
AVze

Wp

Zour
ZozrF
#a

fe

t
Pseg
A

Ao

A2

Kurzzeichen

Scheitelsperrspannung
Betriebssperrspannung
Source-Bulk-Spannung
Sourcespannung
Schwellspannung
Z-Spannung

Stabilitat der Z-Spannung
Ausgangsspannung
High-Ausgangsspannung
Low-Ausgangsspannung
Ubersteuerung
Mischverstarkung
Spannungsverstérkung

geschlossene Spannungs-
verstdrkung

Verstarkungsregelbereich

Regelumfang der
ZF-Verstarkung

Impulsenergie

Steilheit
HF-Ausgangsimpedanz
ZF-Ausgangsimpedanz
Umgebungstemperatur
Gehdusetemperatur
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur
Temperaturdifferenz
Emissionswellenldnge

Wellenldnge maximaler
Emission

Spektrale Halbwertsbreite



Symbols used

A
aAM
asM
ar

oy

Bvideo
BT/TT

Ce
Coss
C;
Cio
¢

G,
Ciot
CMR

ds

fi
Af

{mn):

fmrjx

lcav

lceo

lces

lcev

effective area
rejection of AM
monobalance
carrier suppression
transmission loss
width

video bandwidth

picture carrier to
sound carrier ratio

casing capacitance
input capacitance
input capacitance
insulation capacitance
junction capacitance
load capacitance
total capacitance
common mode rejection
internal dia

stud diameter

light intensity

noise figure

frequency

input frequency

frequency distortion,
sweep width

modulation frequency
maximum clock frequency
maximum operating
frequency

open-circuit oszillator
frequency

cut-off frequency of merit
transition frequency
intermediate frequency
power gain

common-base power gain
hight

DC current gain
small-signal current gain
base current

base peak current
collector current

average value of
collector current

collector cut-off current
collector-emitter

cut-off current with

base shorted to emitter
collector cut-off current
at the emitter diode biased
in the reserve direction

high collector current
low collector current
collector peak current
drain current
blocking current

drain peak current
radiant intensity
forward current

forward direct current

. |IF(AV}

le(mrs)
lem

[FRM
Irsm

la

len

Ir{av)

Iv(rRMs)

lram

lz
Alz
lo
lo
lou

lot
lom
iV,
K

k

|

L
Ls

ne
No
MNow

NoL

Prsm

Pi ot

Rinr

maximum continuous
forward current
effective forward current
peak forward current

peak repetitive forward
current

non-repetitive peak
surge current

direct current

nominal direct current
gate trigger current
holding current

input current

input bias current
input offset current
load current

luminous density
reverse current
instaneous reverse current
supply current

proper supply current
forward current

maximum continuous
forward current

effective forward current

peak repetitive forward
current

Z-current
stability of Z-current
output current

rectified current
high output current
low output current

peak output current
internal connexion
cooling surface
distortion factor
length

luminous density
series inductance
modulation ratio

number of plates

number of studs

fan-out

high fan-out

low fan-out

HF input power
non-repetitive reverse peak
surge power dissipation
total power dissipation
proper power dissipation
output power

raster measure
base-emitter-resistance
drain-source-resistance
generator resistance
input resistance
insulation resistance

r. f. input resistance

Rize
Ru
Rs
Rihja
Rinje
Ro

rF
IR

rz

S/N
SVR
ta
tacc
tce
tco
ton
town
towr
te

tas
thold

LiHL

ton
ton

to

tq

tr
trc
tREF
ter
thwe
ts
fsetup
twe
tzu
tzuche
tzue
fzur
too
TK
TKir

TKiL
TKuz
TKuow
Uan

Use
Use
U(sr)
Uce

Ucso

Ucc

i. f. input resistance
load resistance

supply resistance

total thermal resistance
internal thermal resistance
output resistance

forward resistance
reverse resistance

Z-resistance

sensitivity

signal-noise ratie
operating voltage rejection
access time

character access time
clock period

output turn-off access time
turn-on delay time

turn-off delay time

write recovery time

fall time

gate trigger time

holding time

rise time of remote

control pulse

turn-off time

turn-on time

pulse width

recovery time

rise time

read period

refresh time

reverse recovery time
read/write period
storage time

set-up time

write cycle time

access time

chip-enable access time
character access time

row access time

output turn-off access time
temperature coefficient
temperature coefficient of
forward current
temperature coeffizient of
luminous density

temperature coefficient
of Z-voltage

temperature coefficient
of High output voltage

nominal connecting
voltage (effective value)

bulk voltage
base-emitter-voltage
breagkdown voltage
collector-base-voltage
maximum collector-base-
voltage

collector supply voltage



UcermM

Ucesar

Ucev

Ucio

Uos
Uoo
Upr
Upeg
Uprm

Ubs
Ubsm

Ubwm

standby mode voltage
collector-emitter-voltage
maximum collector-emitter
voltage with open base

maximum collector-emitter-
voltage at defined base-
emitter-resistance

maximum collector-emitter-
peak veltage at defined
base-emitter-resistance

collector-emitter
saturation voltage

maximum collector-emitter
voltage with reverse biased
emitter diode

maximum collector-substrate
voltage

drain-bulk-voltage
drain voltage

sound-IF output voltage
drain-gate-voltage
repetitive peak reverse
voltage
drain-source-voltage
non-repetitive peak
surge blocking voltage

maximum operating peak
blocking voltage

emitter voltage

maximum emitter-base
voltage

forward voltage
gate-bulk-voltage

gate-source-voltage

Uat
Une
Ui

Ui
Ulerr
Uinr
Ui

Ue
UireHr

Uirezr

Uio
Uep
ulmdx
Uimin

UiReq

Uit
Uio
Uio
Uiu
Une
AUnf
Un

Urm

Urrm

gate trigger voltage
HF voltage

common mode input voltage,
input voltage

input voltage

input voltage (effective value)
r. f. input voltage

pilot input voltage

pilot voltage

r.f. voltage for onset of
regulating

i. f. voltage for onset of
regulating

differential input voltage
clock pulse voltage
maximum input voltage
minimum input voltage
input voltage for onset
of regulating

input voltage for onset
of limitation

upper threshold voltage
input offset voltage
lower threshold voltage
a. f. output voltage

controlled a. f. output
voltage decrease

reverse voltage,
reverse direct voltage

peak reverse voltage
pulse reverse voltage

repelitive peak
reverse voltage

Ursm

Urwm

Us
Use

Ur
Uz
AUz
Uo
Uon
UoL

Vm
vlr

AV,
AV ze
Wa

ZoHr
ZozF
fa
e

3519
A}

A
Al

Symbols used

non-repetitive peak
surge reverse voltage

maximum operating peak
reverse voltage

supply voltage
source-bulk-voltage
source voltage

threshold voltage

Z voltage

Z voltage stability

output voltage

high output voltage

low output voltage
overriding voltage

mixing gain

voltage amplification
closed veoltage gain
voltage gain control range
IF voltage gain control range
pulse energy

mutual conductance

r. f. output impedance

i. f. output impedance
ambient temperature
casing temperature
junction temperature
storage temperature
temperature differential
emission wave length

peak emission wave length

spectral half-band width



Integrierte Schaltkreise

TTL-Schaltkreise (Normalreihe)
TTL circuits (standard series)

Integrated circuits

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us =0...47V Us = 475...525 V Uor < 04V
U = -08... 455V #a = 0...470°C (Reihe D 10) Uonw > 24 V
NoL = 109) (D 10 series) tow. = 10 ns bei Us =5V
Nouw = 103 (D 100 ... D 174) Ve = —25...-485°C (Reihe E 10) toww= 15 ns at o = 25°C
Now = 20%) (E 100 ... E 174) (E 10 series)
Typ Art description logische Funktion
logical function
D 100 D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB
E 100 D mit je 2 Fingangen positive NAND gates
D 103 D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y — AB
D 103 D mit je 2 Eingdngen positive NAND gates
Kollektor offen with open collector output
D 110 D 3 NAND-Gotter triple 3-input Y = ABC
E 110 D mit je 3 Eingdngen positive NAND gates
D 120 D 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD
E 120 D mit je 4 Eingdngen positive NAND gates
D 126 D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input e AR
E 126 D mit je 2 Eingdngen positive NAND gaces
Kollektor offen ) with open collzctor output!)
D 130 D 1 NAND-Gatter 8-input Y — ABCDEFGH
E 130 D mit 8 Eingdngen positive NAND gates
D 140 D 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD
E 140 D mit je 4 Eingdngen positive NAND buffers
No = 30 No = 30
D 150 D 2 AND-NOR-Gatter dual 2-wide 2-input Y,= (AB)-(CD)+X
E 150 D mit je 2 ~2 Eingéngen AND/NOR gates A=
1 Gatter erweiterbar 1 gate expandable Y,=(AB)+(CD)
D 151 D 2 AND/NOR-Gatter dual 2-wide 2-input Y = (AB)1-(CD)
E 151 D mit je 2.<2 Eingdngen AND/NOR gates
D 153 D 1 AND/NOR-Gatter expandable 4-wide 2-input Y = (AB)+(CD)+(EF)+(GH)+X
E 153 D mit 4 - 2 Eingéngen AND/NOR gates
Gatter erweiterbar
D 154 D 1 AND-NOR-Gatter A-wide 2-input Y = (AB)J-(CD)I-(EF)+(GH)
E 154 D mit 4 <2 Eingéngen AND/NOR gates
D 160 D 2 Expander dual 4-input expanders®) X = ABCD
E 160 C mit je 4 Eingdngen ?)
D 172 D J-K-Master-Slave J-K-master-slave
E 172 D Flipflop mit je flip-flop with
3 J- und 3 K-Eingéingen 3-]- and 3-K-inputs
D 174 D 2 positiv flanken- dual D-type positive Q(tn+1) = D(tn)
E 174 D getriggerte D-Flipflop edge-triggered

flip-flops

) Uow = 15 V

2) zur Erweiterung des D 150 bzw. D 153

3) No = 1 entspricht loL = 1,6 mA
bzw. —lon = 40 pA

) Uon < 15 V
2) for expansion ef D 150 or D 153

3) No = 1 corresponds with loL = 1,6 mA

and —lon = 40 pA



Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits
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Integrierte Schaltkreise

TTL—Schaltkreise (MSI-Typen)
TTL circuits (MSI types)

Integrated circuits

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us = 0...+7 V Us = 475...525 V UoL < 04V
U = —08...455V #a = 0...470°C (Reihe D 10) Uon = 24V
No = 10%) (D 10 series)
fa = —25...4+85°C (Reihe E 10)
(E 10 series)
Typ Art description Frnax t towL toiu
MH:z ns ns ns
D 146 C BCD-zu 7-Segment- BCD-decade to 7-segment < 100 < 100
Dekoder/-Treiber!)?) decoder/driver)7)
D 147 C BCD-zu 7-Segment- BCD-decade to 7-segment < 100 < 100
E 147 C Dekoder/-Treiber!)%) decoder/drivert)?)
D 181 C 16-bit-Speicher (RAM)¥) 16-bit memory (RAM)?)
D 191 C 8-bit-Schieberegister?) 8-bit shift register?) > 10 =~ 25
E 191 C
D 192 C Synchroner 4-bit-BCD- synchronous 4-bit BCD-decade > 25 > 20
E 192 C Vor-/Riickwdarts- up/down counter
Dezimalzahler
D 193 C  Synchroner 4-bit- synchronous 4-bit binary = 25 > 20
E 193 C Vor-/Riickwérts- up/down counter
Bindrzdhler
D 195 C  4-bit-rechts-links2) 4-bit right-shift left-shift?) > 20 =45
E 195 C Schieberegister register
1 Nocla...g) = 12, Nou (BLRBO) = 5 % Uow = 15V
3 No. = 10, Noy = 20 Uon =30V

AN Uon == 55V, towr << 60ns

) No = 1 entspricht lo. = 1,6 mA bzw. —l,,, = 40 pA
No = 1 corresponds with lo. = 1,6 mA and —lon = 40 pA

Leseverstarker
Read-out amplifier

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

US:—=__U5_ zo,..—l—?V
Uip, Uref = —5...-F5 V
U = —08...+55V

U;3+. = —Us— = 475...525 VY
Uref = 15...40 mV
#a = 0...+70 °C

Uon > 24 V

UoL < 04V

Ur = Urnfi"i my/

D 122C: Ur = Urer -+ 4mV
D 123C: Ur = Urer +7mV

Typ Art

description

logische Funktion
logical function

D123 C

D 122 C 2-Kanal-Leseverstarker

2-channel read-out amplifier

Y = G (A+5a) (B+Ss)




Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

TTL-Schaltkreise (schnelle Reihe)
TTL circuits (high speed series)

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us = 0...4+7 V Us = 475...525 V UoL < 04 V

U = —-08...455V #a = 0...+70 °C Uonw > 24 V

No = 10") toHL = 7 ns  bei Us =5V
torh = 7 ns at #q = 25 °C

Typ Art description logische Funktion

logical function

D 200 D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y — AB
mit je 2 Eingéngen positive NAND gates

D 201 D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y — AB
mit je 2 Eingdngen positive NAND gates
Kollektor offen with open collector output

D 204 D 6 Inverter six inverters Y =A

D 210 D 3 NAND-Gatter triple 3-input Y = ABC
mit je 3 Eingéngen positive NAND gates

D 220 D 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD

mit je 4 Eingdngen

D 230 D 1 NAND-Gatter
mit 8 Eingéingen

D 240 D 2 NAND-Gatter
mit je 4 Eing@ngen
No = 30

D 251 D 2 AND/NOR-Gatter
mit je 2x2 Eingdngen

D 254 D 1 AND/NOR-Gatter
mit 32 und 13
Eingdngen

D 274 D 2 positiv flanken-
getriggerte D-Flipflop

positive NAND gates

8-input
positive NAND gates

dual 4-input

positive NAND buffers
No = 30

dual 2-wide 2-input
positive AND/NOR gates
3-wide 2-input and
1-wide 3-input

positive AND/NOR gates
dual D-type positive
edge-triggered flip-flops

Y = ABCDEFGH

Y = ABCD

Y = (AB)F(CD)

Y = (AB)+(CD)+(EFG)+-(H))

Qt _..) = D(ts)

n+1

) No = 1 entspricht lo. = 2 mA

1) No = 1 corresponds with

bzw. —lox = 50 pA loo. = 2mA and —lon = 50 A
Treiberschaltkreise
Driver circuits
Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten
max. ratings operating conditions electrical characteristics

D 491 D D 492 D?) D 491D D 492 D?)

Us = 00 1OV Us =450 AN Ucer << 1,2V bei Us=10V
U = ~5Y ... Us #a = 0...470 °C len < 100 pA 200 pA at  #a=25°C
Ue =5V - Is < 1 mA Ue= 5V
lee = 50mA 250 mA I < 33mA ler = 20 mA
Pmt 5k 400 mW
Typ Art description logische Funktion

logical function

D 491 D 4 Segmenttreiber quadruple segment drivers C=A E=A
D 492 D 6 Digittreiber six digit drivers Y = A
1) bei ler = leimax ) at let = letmax

2) Emitter mit Masse verbunden

2) emitter connected to 0 V
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Integrierte Schaltkreise

MOS-Schaltkreise
MOS circuits

Integrated circuits

Grenzdaten bei
max. ratings at

#a = 0...70°C

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Usy = —31...4+03 V —Us; = 25...28 V —UoL = 10V
Usg = —31...-03 V —Usy = 11,5...135 V —Uon == 1V
Ui = —25...-03 V #a = 0...--70 °C ~UL = 9V
—Un = 2V
Typ Art description logische Funktion
logical function
U 101 D 2 Volladdierer dual 3-input single-bit s = ey(esestegeq)+ ei(9233+e;;33
mit je 3 Eingéngen negative full adders i = ejest-eseslese
U 102 D 2 NOR-Gatter dual 3-input negative NOR gates a = etestes
mit je 3 Eingfingen
U 103 D RST-Flipflop R-S-T-flip-flop
U 104 D 2 Aquivalenz- dual equivalent-anti-valent gates a = eertee
Antivalenzgatter
U 105 D 6 MOS-Feldeffekttransisto- six common-source common-bulk
ren mit gemeinsamen Source- field-effect transistors?)
und Bulk-Anschliissenf)
U 106 D 4 NOR-Gaiter quadruple 2-input negative a = e;te
mit je 2 Eingéingen NOR gates
U 107 D 3 AND-Gatter und triple 2-input negative AND and a = eje;
1 AND/NAND-Gatter single 2-input negative
mit je 2 Eingdingen AND/NAND gates
U 108 D 2 J-K-Master-Slave- dual 2-J-input 2-K-input
Flipflop mit je 2 1- und J-K master-slave flip-flop
2 K-Eing@ingen
U 109 D 9-bit-Paritatsdetektor 9-bit even/odd parity detector
U 112 Siebenstufiger seven-stage binary frequency divider
bindrer Frequenzteiler
U 311 D 5-bit-Schieberegister mit 5-bit parallel-input parallel-output
direkter Parrallelein- und shift register
-ausgabe
U 352 D Dynamischer 64-bit- 64-bit serial dynamic memory

Serienspeicher

1) siehe auch MOS-Feldeffekitransistoren

o S S S ¢ SR O O |
e 0 Y i e e o B o 053

14

0 o 5 o g

2 3 & §5 6 7

U 102 D, U 103 D, U 104 D,
U 101 D, U 105 D, U 109 D,
U106 D, U107 D, U 311 D

U 108 D

U3s2D:l=10 b
Ut2D:1=15 b
sl =175 b
=25 b

1) see MOS field-effect transistors again

6,5
6,5
6,5
15
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

MOS-Schaltkreise
MOS circuits

Grenzdaten  bei Betriebsbedingungen Informationsdaten
5 ar—=Umas A00C : ; : A
max. ratings at operating conditions electrical characteristics
Us; = —31... 403V —Us; = 25 ...28 V —Ust =10V
Us, = -=31...-403V —Us; = 11,5 ... 135 V —Uon <1 V
Ui = =25 ... +03V o = 0 . +70°C Ui gV
—Uin =2V
Typ Art description
U 111 D Siebenstufiger maskenpro- seven-stage mask-programmed fre-
grammierter Frequenzteiler. quency divider. The division ratio of
Teilverhdltnis jeder Teiler- every divider stage will be programmed
stufe nach Kundenangaben from 2to 16 by user specifications
von 2... 16 programmiert
U 121 D Synchroner 4-bit-BCD-Vor-/ synchronous 4-bit BCD-decade
Rickwértszdhler mit Zwischen- up/down counter with buffer store
speicher und 7-Segment- and 7-segment decoder
Decoder
U 122 D Synchroner 4-bit-Vor/Riick- synchronous 4-bit-binary up/down
wiéirts-Bindrzdhler mit Zwischen- counter with buffer store and binary
speicher und bindrer sowie and invert-binary output
negierter binGrer Ausgabe
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Integrierte Schaltkreise

U 808 D Vollsténdige Verarbeitungseinheit (ZVE) in p-Kanal-
MQS-5G-Technologie fiir den Einsatz in Mikrorech-
nern.

— 8 bit-Parallel-ZVE auf einem Chip

48 Basisbefehle

maximale Taktfrequenz 500 kHz
Befehlsausfihrungszeit typ 20 us

Eingéinge und Takt TTL-kempatibel

Ausgénge low-power-TTL-kompatibel

direkt adressierbare Speicherkapazitat

von 16 K-Worte

beliebige Erweiterung der Speicherkapazitat
durch programmunterstiitzten Speicher-Bank-
Betrieb

8-stufiger 14 bit Adressen-Stapel-Speicher mit
7 nutzbaren Speicherebenen

7 frei verfigbare Datenregister

Interrupt — Maglichkeit

Integrated circuits

Complete central processor unit (CPU) fabricated in p-chan-
nel-MQOS-silicon-gate-technology for application in microcom-
puters.

— 8-bit-parallel-CPU on a single chip

48 basic instructions

maximum clock frequency 500 kHz

typical instructions cycle time 20 us

inputs and-clocks TTL-compatible

outputs low-power TTL-compatible

direct adressable memory of 16 K words

indefinitite expansion of memory capacity through pro-
gramm supported memory-bank-operating

8 grading 14-bit adress stack with seven memory levels

7 free available data registers

interrupt capability

07040
brdirectionaler Daterbus
ﬁ bigirectional data bus
Datenbus -
FPuffer (8) p=
data bus buffer
interner Datentus (86113 § internal data bus (8bit)
[ ]
ST
i i U U iy i
ternporares tempordres Bedingungs - Befehls - Stack ~Mulf - Akkurnulator
J.f?eg;sfcf /a) f?egrsf!’r‘ (8) f/fp f/Gp feg!sfef P{exe{" accumulator
femporary temporary flag flip-flop [T instruction
register (8 register (8) register stack maltiprerer A
i T ﬁ f;igﬁmm ) Aegister &
L—L N Arithmelische | Befehisaecoder programme
[ ¥|Logik ~Linhert u Maschinen - Couelar 1 ¢
arithmetic and Zyklus - Coderung
Bl it - k-9 Stack Mveau §S D
(f" o % ~ instruction decoder stack level SRS I
and machire 3 oy
crele control 2] g4 n £
s; L Lo
=L g
EE I 3 s i H
QR o
| L i 4 = i L
r -x =
ol e & E i 5 Daten- ‘97
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5[« ’55"‘f = Zejtsteuerung und
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0306 13[%0 l
p2l7 72057 i time control and CPU-control ¥
pifle 71152 N 5l 52 T 5Y  RD (102 Adressensfack
oolls 100y, ‘ v o =l ¥ 3 address stack
Codierung = ZVE Zyklus Inter- Sync Ready Takt
coding. CRY cycle  rupt riock
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-t Innenschaltung
' internal circuit
e, 1\
S B
i =ige
LGOATOT
U111 D : =275 b= 14
Ui121D, U122D : | = 325 b = 14
U gos D :l =20, b =65
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Integrierte Schaltkreise

Zeichengenerator 3200 bit
character generator 3200 bit

Integrated circuits

U 401 D Zeichengenerator mit einer Kapazitdt von 3200 bit
(64 Zeichen zu 50 bit). Die Wortbreite betrégt
10 bit. Spaltenweise Ausgabe in einer 105 bit-
Matrix. Das Bitmuster, die Belegung der chip-
enable-Eingéinge  und  Spaltencuswahleingénge
werden nach Angabe der Anwender beim Hersteller
programmiert. Der Schaltkreis ist TTL-kempatibel.
28poliges DIL-Plastgehduse (2,5 mm RastermaB,
15 mm Reihenabstand).

Character generator with a copacity of 3200 bit (64 character
by 50 bit), 10 bit words, output of characters in a 105 bhit
matrix by coulmns. The bit pattern and the availabilities of the
chip-enable-inputs and of the column selection inputs are
programmed by the produer on the basis of the datas of the
user. The circuit is TTL-compatible.

28-pin-DIL-plastic package (scale distance 2,5 mm, line
distance 15 ram).

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
characteristics

Up == =20 ... 403 V U, =1 13V twe <8 s
U =—15..403V U, =0 v tr <4 gs
Ui = —20... 403V U = 475...525V Sweis <3 ps
IL =16 mA
a =0 . 60 ¢

Zeichengeneratoren 2560 bit
character generators 2560 bit

U 202 D Zeichengenerator mit einer Kapazitdt von 2560 bit
(64 Zeichen zu 40 bit). Die Wortbreite betréigt 5 bit.
Zeilenweise Ausgobe der Zeichen in einer 85 hit-
Matrix.

U 403 D Zeichengenerator mit einer Kapazitdt von 2560 bit
(32 Zeichen zu 80 bit). Die Waortbreite betréigt 10 bit.
Zeilenweise Ausgobe der Zeichen in einer 810 bit-

Matrix.

Das Bitmuster und die Belegung der chip-enable-
Eingtinge beider Schaltkreise werden nach Angaben
der Anwender beim Hersteller programmiert. Die
Schaltkreise sind TTL-kompatibel.

24potiges DIL-Plastgehduse (2,5 mm RastermaB,
15 mm Reihenabstand).

Character generator with a capacity of 2560 bit (64 character
by 40 bit), 5 bit words, output of characters in a 8.5 hit
matrix by rows.

Character generator with a capacity of 2560 bit (32 character

by 80 bit), 10 bit words, output of the characters in a 8310 bit
matrix by rows.

The bit pattern and the availabilities of the chip-enable-inputs
are programmed by the producer on the basis of the datas
of the user. The circuits are TTL-compatible.

24-pin-DIL-plastic package (scale distance 2,5 mm, line distance
15 mm).

Grenzdaten Betriebsbedingungen

max. ratings operating conditions

Informationsdaten
characteristics

U = —20...403V U =1 . 13
Ug =—15...+0,3V UQ =20

Ui = —20...4+03V U; = 475... 525
#a = 0...470°C

v tzuche 510 ns
v tau 580 ns
v
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integrierte Schaltkreise | Integrated circuits

Statischer Schreib-Lese-Speicher
Static random access memory

U 202 D Statischer 1 K Bit-Schreib-Lese-Speicher (RAM) 1-K bit (1024 < 1-bit) static random access memory in channel

in n-Kanal-Si-gate-Technologie Silicon-gate-technology
— Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten — memory matrix consisting of 32 rows and 32 columns
— Adresseneingangsschaltung fiir 10 Adressen — address iput circuitry for 10 addresses
— Spaltendecoder mit Ein- und Ausgabeschaltung — column dekoder with data infout circuitry
— Zeilendecoder — row decoder
— Ein- und Ausgobesteuerung — inpout and outpout control
— Schlofsteuerung — standley power made
— 16poliges DIL-Gehduse (2,5 mm RastermaB, — standard 16-pin-DIP-package (scale distance 2,5 mm
7,5 mm Reihenabstand) line distance 7,5 mm)
Grenzdaten (bezogen auf Uss) Betriebsbedingungen Informationsdaten
max. ratings (related to Uss) operating conditions characteristics
Us ==0,5 ... +7 V Uce = A5 525 N ta < 450 ns
s1g =.—65! s THOE Ui = —-05... 4+08V tre == 450ns
Ui =2V ... Ucc twe > 450 ns
fa =0 voo 70 °C Uce b - T/

Dynamischer Schreib-Lese-Speicher
Dynamic random access memory

U 253 C Dynamischer 1024 bit-Schreib-Lese-Speicher (RAM) Dynamic 1024-bit random access memory in p-channel-silicon-
in p-Kanal-Si-gate-Technologie. gate-technology
— Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten — memory matrix with 32 rows and 32 columns
— Adressenregister und Inverter fir 10 Adressen — address register and inverter for 10 addresses
— Zeilendekoder mit Lese-/Schreib-Verstarkern — row decoder with read/write-amplifiers
— Spaltendekoder mit Ein- und Ausgabeeinheit — column decoder with input-and output-unit
— Refreshverstarker — refresh amplifiers
— Zyklussteuerung — cycle control
— 18poliges DIL-Gehéuse (2,5 mm RastermaB, — the circuit is supplied in a 18-pin-DIL-package (scale
7.5 mm Reihenabstand) distance 2,5 mm, line distance 7,5 mm)
Grenzdaten (bezogen auf Uss) Betriebsbedingungen Informationsdaten
max. ratings (related to Uss) operating conditions characteristics
Upp = —25... 403V Uss = 152 ... 168 V) trwe > 580 ns
Uss = —25...+03V Usg—Uss = 3 ... 4 V tre > 480 ns
U = =25... +03 V ta = B A G tRee << 2 ms
Uo = —25...403V R =01 ...1 kfl
") bezogen auf Ubp ) refer to Upp
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Integrierte Schaltkreise

Int

egrated circuits

Aa[j; 7 [ wE
A2(j2 ?‘7]U53
A0[3 w0CS
ATle  75[0A%
i[5  mn[o0
A3lls  73[]A8
A7 72101
As[la 7 ﬁum
Ar0g 0 {]Usg

ADo— adressenregister Auffrischverstarker
AT und Inverter
s adress register =t
a
A 30— o
sy o—e @nd_inverter Refresh amplifiers - .o
{5
Y10 32 o
i - g ~
Zedendecoder mil Speichermatrix P
Lese ~/Schresbverst| €| 32 Zéilen v ™13 T
row decoder with | 32 Spalter ‘g -{% 2
read, write -amplif ‘é’h ] "’é‘ T
memory matrix o b R WE
T 37 rows 8 ‘“__'\l (€3
Ugg o—s—rt 32 columns 5
4
Dot %, 37
ASo—l adressenregqister Spaltendecoder o
Af o= : T | b %
Foagn und lnvecter m bin+Ausgabeenbie——m7m————
45 ol Qddress register colummn decoder wi— e
A9 oed aNd inverter trnput Foutput-urit B L

U 253 D Blockschaltung
block diagram

50 max

o 38 [T

il

6,5
6,3

21



Integrierte Schaltkreise

Festwertspeicher
Read only memory

Integrated circuits

U 501 D Statistischer Festwertspeicher (ROM) in MNOS- Static read only memory in MNOS-technology with a memory
Technik mit einer Speicherkapazitdt von 2048 bit. capacity of 2048 bit.
Die Ausgabe erfolgt in 256 Worten zu je 8 bit. Die The output is 256 word by 8 bit. Operating voltage can be
Betriebsspannung ist taktbar. Der Schaltkreis ist clocked.
TTL-kompatibel. Das Bitmuster wird nach Angaben The circuit is TTL-compatible. Bit pattern is fixed by the pro-
der Anwender beim Hersteller fastgelegt. Der ducer on the basis of datas of the user.
Schaltkreis wird im 24poligen Plastgehduse mit 24 pin-DIL-plastic package (scole distance 2,5 mm, line
15 mm Reihenabstand und 2,5 mm RastermaB ge- distance 15 mm).
liefert.

Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten

max. ratings

operaling conditions

characteristics

U, = —20 ... +0,3V1") U, = —945 ... —855V too = 300 ns
U, = —-20... +0,3V") U, = —0,45 ... —8,55V tco = 500 ns

Ui = =20 \" U, = 4,75 528 M tacc =1 ups

*a =0 . +70 °C ite = 0 . +40 °C

") bezogen auf U; " refer to U;
Rechnerschaltkreis

Calculator circuit

U 821 D Vier-Speczies-Rechnerschallkreis fiir den Einsalz im Four-rules circuit for use in pocket calculators

Taschenrechner.

— 4 Rechenarten (Addition, Subiraktion, Multi-
plikation, Division)

— Konstanten- oder Kettenoperation

— Gleitkomma oder Festkomma

— achtstellige Ziffernanzeige

— Dunkeltastung der nicht
elemente

— Anzeige von Negativergebnissen, Eingabe- und
Ergebnistberfillung

— Vorzeichenwechsel

benutzten Anzeige-

— 4 operations (addition, subtraktion, multiplication, division)
— constant or chain operations

— floating point or fixed point results

— eight-digit disploy output

— leading zero suppression

— indication of negative sign, input and result overflow

— sign changing

Grenzdaten bei

Betriebsbedingungen bei

max; ratings: at B s 705 operating conditions at e =10 v SHIONG
Uoo = —20 -Fo.3V min typ max

Uce = -20... 403V Uoo = 0 ¥
Uir = —20 ... +0,3V Uss = 6,6 7,2 g1 v
Uio = =20 -+0,3V Uses == 6,6 7.2 a1 \'
Peot = 400 mWwW Utk = (Uss —1) ... Uss Vv
|on5 =5 IT‘IA ‘) UTL = (UGG —1) e {UBG —,1)V 2}
lonD = 1,4 mA t = 3,7 St 10 us
#a =0 o tmin = 4720 tr us 3)

") lons << 7 mA bei/at #a < 45°C
2 Ur.=>—81V

22
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Integ rated circuits
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us21D Bezeichnung der Anschliisse labelling of connexions

Cp — Takt — clock

KN, KO, KP, KQ — Eingabe — data input, keyboord input

BT R B | — Digitausgéinge zur Steuerung — digit terminals to scan the keyboard
der Zahlenein- und -ausgabe for input an the display for output

SA i1 86 — 7-Segment-Ausgdnge (Zahlen- — 7-segment outputs (data output)
ausgabe)

SP — Dezimalstellenkomma — floating point

i V. — interne Verbindung — internal connexion

Uop — Drainspeisespannung — Drain supply voltage

Use — Gatespeisespannung — Gate supply voltage

Uss — Sourcespeisespannung — Source supply voltage
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Integrierte Schaltkreise

Programmwahlschaltkreise

Programme switching circuits

Integrated circuits

U 700 D 6-Kanal-MOS-5chaltkreis zur vollelektronischen
Programmumschaltung von 6 Programmen durch
Berlihrungstasten. Bei der Fernbedienung wird der
interne Ringzdhler mit jedem Fernsteuerimpuls
um eine Frogrammstelle weitergeschaltet.

6-channel-MOS circuit for all-electronic programme
switching of 6 programmes with sensor contacts. In
remote operation an internal ring counter switches
to the next programme digit of the circuit at every
remote control pulse.

Grenzdaten bei
max. ratings at

Informationsdaten bei

%a = 0...470°C characteristics at

#a=10...50°C, —Us; = 25...28V,Ue =0V

U, = -31... 403V —Un = 2V
U = -25... 403V —U = 9V
—i = 0,5 A —lso = 1mA
—lo = 2 mA tHL = 10us?)
fa = ( 7 10 i &

Dsta = —55... --125°C

—Uon << 1V bei R. = 100 kf2
—Uon< 2V at . = 1 mA
TK < 1 mV/grd?)

tp = 60...200 ps?)

') darf liber einen Widerstand Rs = 22 M2 an Us,
gelegt werden.
2 Fernsteuerimpuls

A(Us; — Uon)

3 TKuon = VT

1) may be connected to Us; about a resistance Rs = 22 M{2.
2) remote control pulse
.'LI(UST Joby UOH)

3) TKuon = =9
a

U 710 D 8-Kanal-Programmwahlschaltkreis zur vollelektroni-
schen Programmumschaltung durch Beriihrungs-
tasten in Rundfunk- und Fernsshempfangern. Das
Ausgangssignal ist bindr codiert. Zwei Schaltkreise
U 710 D kénnen zu einer 16stelligen Einheit zu-
sammengeschaltet werden. Bei Fernbedienung wird
der interne Ringzéhler mit jedem Fernsteuerimpuls
um eine Programmstelle weitergeschaltet, Die Ab-
stimmspannung wird vom Schaltkreis U 711 D ge-
schaltet.

Eight-channel programme selection circuit for full-electronic
programme changeover by touch plates in radio- and television
receivers.

The output signal is binary coded.

Two switching circuits U 710 D can be interconnected to form
a 16-position unit. For remote control, the internal ring counter
is switched further by one programme position with every
remote control pulse.

The tuning voltage is switched by the circuit U 711.

Grenzdaten Informationsdaten bei

—Us; =25...28VY, Us =0V, ¥ < 50°C

max. ratings characteristics at

Us, = -31 ... +03V -Un = 2V —Uow = 3V bei —lo = 1TmA

Ui = ~25... +03V UL = 9V —UoL =5V at —lo = 1TmA

Pa = 10 ... +70 °C tHe = 10 us

astg = =535 .., +125'3C to = 60 s

U 711 D Bindr-zu-1 aus 8-Dekoder zur Dekodierung der Binary 1-to-8 decoder for decoding the BCD channel infor-

BCD-Kanalinformation des U 710 D. Mit den Ein-
transistorausgangsstufen kann die Abstimmspan-
nung vollelektronischen Tuners geschaltet
werden. Um 16-stellige Einheiten aufzubauen, miis-
sen zwei U 711 D mit ihren Eingéngen parallel ge-
schaltet werden.

eines

mation of the U 710 D. With the single-transistor output stages
the tuning voltage of an all-electronic tuner can be connec-
ted. In order to establish 16-position units, two U 711 D's must
be connected with their inputs in parallel.

Grenzdaten Informationsdaten bei =
max. ratings characteristics at —Us; = 25...28V, Us = 0V, #a = 50°C
Usy = -31... 403V —Un =2V —UoH < 1Vbei -l =025mA
Ui = -25... 403V UL =9V —Uon =2Vat I =1 mA
Io =3 mA TKuon = 1 mV/KT)
fa =10 ...470 °C

i} —U
" TKuow — (Us; OH)

4 9
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

Universeller Programmwahlschaltkreis
Universal programme switching circuit

U 705 D Universeller 4-Kanal-Beriihrungstastenschaltkreis fiir
den Einsatz in der MeB-, Steuer- und Regelungs-
technik sowie Elektroakustik zur Ablésung mechani-

scher Tastensdtze.

Es sind bis zu 20 Schaltkreise miteinander verkett-
bar. Die Schaltkreiseingéinge und -cusgénge sind
TTL-kompatibel, die Eingdnge prellfrei.
unabhdngige

sind méglich durch die entsprechende Beschaltung
der Eingéinge. Die integrierte Vorzugslagenschaltung

Abhéngig

und/oder

Universal 4-channel touch plate circuit for employment in pro-
cess instrumentation and control engineering and electro-
acoustics for replacing mechanical pushbutton sets.

Up to 20 switching circuits can be interconnected, The inputs
and outputs of the switching circuits are compatible with TTL;
the inputs are bounce free.

Dependent and/or independent operating modes are possible
by appropriately connecting the inputs. The integrated prefe-
rence position circuit offers a defined initial position of the
outputs when switching on the operating voltage.

Betriebsarten

sorgt fir eine definierte Anfangslage der Ausgdinge
beim Einschalten der Betriebsspannung.

Grenzdaten Betriebsbedingungen bei o BB
max. ratings operating conditions at fa = 30°C
U, = -20 ... +03 V" fir MOS-Betrieb: fir TTL-Betrieb:
Us == 15 R B3 MQOS conditions: TTL conditions:
U = —20...403V —U; = 1760 ... 1825V U =1 ...13 V
Peg = —55 .., +125°C Uy =115 ...135 V Ui =0
#a =0 . 70 °C U =0 % —U; = 475...525V
&% 3 & § G 9 4 & a3 g Uy Us
fl B 2] ] Rl (Bl [l 7] [6] [ [ [
[ 'i T T Py
il o e e ‘
Entprelischaltung ) 2 1 .'
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AM-Empfdanger

Integrierte Schaltkreise

Am receiver

Integrated circuits

A 244 D AM-Empféngerschaltkreis

fur AM-Empféanger
30 MHz geregelter Vorstufe, multiplikativem
Mischer, getrenntem Oszillator und vierstufigem
ZF-Verstdrker. Durch symmetrischen Aufbau und Re-
gelung von 3 der 4 ZF-Stufen wird eine sehr gute

bis
mit

AM receiver circuit for AM receivers up to 30 MHz with
regulated prestage, multiplying mixer, separate oscillator, and
4-stage IF amplifier. As a result of the symmetrical construc-
tion and control of 3 of the 4 IF stages a very good signal
stability is reached at a regulation limit of 100 dB.

GroBsignalfestigkeit bei

einem Regelumfang von
100 dB erreicht.
Grenzdaten Informationsdaten bei " fi = 1 MHz, Afi/ fi = 104
max. ratings characteristics at Pa = 25°C, Us =9 V. fz = 455 kHz, fm = 1 kHz, m = 0,8
HF-Teil / r. f. section: Gesamtempfénger / total receiver:
Us = A5 ... 15V Riue =31 k@ bei U, =0 Is < 16 mA beiUu =0
da = —10 ... +70°C ZoHrF = 420 k2 at UiRewr) = 4 uV at
Uiz = 2 v || 45 pF AV, = 84 dB AUne = 10 dB
U, = 2 v S/N = 24 dB Unr = 20 uV
ZF-Teil /i.f. section: Une > 6 m¥  Unr =20 gi
Une 100 ... 560 mV Uive = 500 mV
k <8 0y Uike = 30 mV
UikeZF*) = 80 pV bei A4AUnr = 10dB k < 10 Y Uine = 500 mV
AVize = 60 dB at k = 10% Uimax = 1.5 ¥ k = 10 %
UizFmax = 300 mV Ug =0 U = 12,5 pV S/N = 20 dB
RIZF = 8.2 k.Q Rg = 3009
Zozr = 160 k2 &= = 03
Il 90 pF
) AU/ AUne = 10 dB/ 3 dB

|
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

1 W-NF-Verstdarker
1-W-a. f. amplifier

A 211 D 1 W-NF-Verstérker fir Rundfunk- und Fernseh- 1-W-a.f. amplifier for radio, television, and phono device
empfdnger sowie andere akustische Gerdte applications
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics apte = ekl =RVEES T ARG 8
Us = 42... 15 V lso <10 mA beil =0
Uy =-05...+15V Vg > 44 dB at Po = 50 mW
lom =1 A SRA = 54,3 dB Po =1 W
Pm( =1 W‘} Re = 390 kf2
Pioe = 1,35 W?) k < 10 % Po = 850 mW
$a = —10 ...+ 70 °C kK =14 % Po = 50 mW
k = 6,3 %Y Po =1 W

) fa = 45°C
) fq < 45°C, K = 8 cm?

5 W-NF-Verstdrker
5-W-a. f. amplifier

A 205 D2) 5 W-NF-Verstarker fiir Rundfunk-, Fernseh- und 5-W-a.f. amplifier for radio, television, and
A 205 K?) Phonogerite phono device applications
Grenzdaten Informationsdaten bei
e ° b e et
max. ratings characteristics ap Yem=d CUs =15V, f=1kHz Re =4 @
Us = 4 e 20 Y lso < 20 mA bei U =0
Ui =+3 i. 45 V¥V Po el B W at k = 10 %
lom = 2,2 A 3 < 2 Oy Po = 50 mW
A 205 D: Pter = 1,3 W) le < 2 %o Po = 25W
A 205 Ki Peot = 5 W t} Ui <~: 70 mV Po =25 W
A 205 D: Rethja = 95 K/W Vi > 33 dB Po =25W
A 205 K: Rwja = 25 K/W Uer = 30... 70mV Po =25W
A 205 D: Rehie = 15 K/W
#a = —10 ... +70°C
Y 8. = 25°C

2) Nachfolgetypen A210D, A210K
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Integrierte Schaltkreise
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Integrierte Schaltkreise

FM-ZF-Verstérker
FM i. f. amplifier

Integrated circuits

A 220 D FM-ZF-Verstirker und symmetrischer Koinzidenz-
demodulator fiir Fernseh- und Rundfunkempfénger

FM i. f. amplifier and symmetric coincidence detector for tele-
vision and radio receivers

Grenzdaten Informationsdaten bei

i:

6,5 MHz, Af = +50 kHz

max. ratings characteristics at s 200G Heies 32,0 Qo = 20, fm = 1 kHz, m = 0,3
Us = 6 ...18V Iso < 20 mA bei U =0 mV Ry = 0 k&2

Us = 4 \ Une > 300 mV at U =1 mVv Ry = 5 k&2

li2 == 1b mA AUne > 60 dB U =1 mV Ry = 5kR/0 k2
I3 = 5 mA Uir < 120 uV ' Ry = 5 k&2

Iy = mA Vvzek = 73 dB Ui = 10 puV

Us/y = 13 v aam > 46 dB U =1 mVY Rs = 5 k&
R13/14 = 1 k&2 k < 2 o/ U =1 mV RS = 5 k@2

Pwt —_— 400 rnW,‘) Ri = 10 k.Q U', = 10 mV

fa = =10... +70°C Ci = 4,9 pF Ui =10 mV

N #a = 25°C

FM-ZF-Verstdrker

FM i. f. amplifier

A 223 D FM-ZF-Verstérker und Demodulator mit zusdtzlichem
NF-Eingang und -Ausgang fir Fernseh- und Rund-
funkempfénger

FM i.f. amplifier and detector with separate NF-input and
NF-output for television and radio receivers

Grenzdaten Informationsdaten bei

f = 6,5MHz, Af = 450 kHz, R5 = 10 k&

f#a =25°C, Us = 12V,

max. ratings characteristics at Qo = 20, fm = 1kHz, m = 0,3
Us =10 ...18 V Iso < 17.5 mA bei i =0 U« <2 100mV beiR5 =0
Us =6 vV U, =2 55,3V at as/n = 80 dB at Uizz = 10mV
Iy = 5 mA Unrg > 780 mV Uiz¢ek = 10 mV Ur < 60 uV
Ry/s =1 .10 k@2 Unrpz > 650 mV Uize = 10 mV k = 1,2 % Uize = 10mV
Ria/15 =< 1 k2 AUngg = 70 dB R5 = 10 k&2/0k2Rizr = 4,5 k&2 Uize = 10mV
f =0 ...12 MHz Uize = 10 mV Cizr = 45 pF Uize = 10mV
Pior == 400 mW 1) Veze = 68 dB Uize = 10 pV Rine = 2,1 k@
Renje = 120 K/W Vune = 16 dB Uine = 100mV Ro = 1,1 k2
fa = —25...-470°C oaM > 50 dB Uize = 500 pV
) #a = 25°C
AM-FM-ZF-Verstdrker
AM-FM i.{. amplifier
A 281 D AM-FM-ZF-Verstérker fiir batterie- und AM-FM/F amplifier for battery-driven and
netzgespeiste Rundfunkempfénger mains-driven radio receivers

Grenzda?en Informatl?n'sdclien bei a = 25°C, Us — 9V, fm = 1 kHz
max. ratings characteristics at

f= 10,7 MHz, Af = 75 kHz f = 455 kHz, m = 0,8
Us 11 Vv —Is << 30 pA  bei Us/y = —110mV Une = 245 mV bei w = 15 pV
-,/ =4 A" Une = 840 mVY at u =50 mV Une = 520 mV ot w = 15 mV
Us/y = 4 % Gy, > 62 dB ui o= 30 pV G, > 65 dB ui = 10 4V, Ur =10
I = 2 mA Vo == 87 dB Ur =10 Ve = 94 dB ui =5 pV
I5 =2 mA Ur = 190 pV ui = 50 uV AV, = 62 dB
I3 =3 mA aam = 54 dB m =023 uirReg = 11,5 pV
#a = —10...470°C R =172 2 w =1 mV Uimax= 18 mV k = 10 %

C = 67 pF o =1 mV —Ur = 380 mV u = 15 uV

lso =9 mA k < 10 % ur = 15 mV

R =11 k& ui = 200 pV
Ci = 125 pF ui = 200 uV
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits
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Integrierte Schaltkreise

Farbmatrix colour matrix

Integrated circuits

A 231 D RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung zur direkten
Ansteuerung der Videoendstufe in Farbfernsehemp-

RGB matrix with blanking circuit for direct control of video
output stage in colour television receivers

fangern

Grenzdaten Informationsdaten  bei P—— Us = 12V, Us = 24V

max. ratings characteristics at Sl U =Uy=Ug =69V, Uz=16V

Us = 15 V') Is =150 mA

Ut. Ug, U16 = 9 \% UFSW = 7.6 ... 8,8 vV

Uys = 3.5 " AUrsw < 40 mV

Is, 1g, ho = 35 mA UbTtsw =83 ... 25 V

lia =15 mA A EA 7 <6 pA

}2. I?, |'|1 = =2 ... +2 mA AI‘]. |3, I]é < 3 [LA

bia =_3...43mA Vu (Y) =23 .0 3 bei AUy;; =05V

Piot = 1,06 w1 AFrcs = U at U3 =21V, AU; = AUy = 03 V

Rthja =70 K/W me < 10 /o Us =13 V, s =69 V

Pa =0...55 °C Us = 82 V, AUs(1) = —25 V
AUg(2) = —1 V

N $a = 25°C

TV-ZF-Verstdrker TV i f. amplifier

A 240 D Geregelter TV-ZF-Verstdrker mit Demodulator und
Video-Nachverstérker fiir Schwarz-WeiB- und Farb-

Regulated TV i.f. amplifier with detector and video post-ampli-
fier for monochrome and colour television receivers

fernsehempfénger
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at 9s=25°C, Us'=12V, Rs=130 0
Us = 15 V' li3 < 25 mA bei U” =55\ Ugimin = 1.9.:.:23V beiu; = 20 mV, U“ =55V
ha =: 50 mA Uy <64V at 1y = 40 mA | = 3 mA?") at
Us = 15 \ U” = 4,8\, Ui =0 Uy = 2,6...4,2Vss ui =20 mV, U“=5,5V
111/3 = 5 mA UlZ <t M ui =0 Uz =20 \Y ui =20mV, U11=5'5V
'12/3 = 5 mA Uimin < 350[1\! Uy = 2,6 \" UDF(”} > 30 mV f =65 MHz, FI: 30dB
Uiz = =7 a3V 4Vzr = 50 dB TT
U =15...5 V Buideo > 7 MHz U =55V  uor(p) >30 mV { —65MHz BI=30dB
Piot = 700 mW 183
fa = —10...-55 °C
") 10 dB nach Tunerregeleinsatz

) 10 dB following tuner regulation

Horizontalkombination Horizontal combination

A 250 D Horizontalkombination fiir die Impulsabtrennung und
Zeilensynchronisation in transistorisierten Fernseh-

Horizontal combination for pulse clipping and line synchroni-
zation in transistorized television receivers

empféngern
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at % =25°C U =24V, R. = 3902, f = 15625+5 Hz
Is = 50 mA U; g v bei Us = 1,0 Vss
Is = 2 mA Usrest < 550 mV at I, = 20 mA
—Uys =6 V fo = 14062... 17188 Hz Cian = 10 nF, Ry = 10,5 k&2
I, = 22 mA t7 =150 us Us = 10 Vss
U, = 12 v Us =1 A
lio = 05...5 mA -+ Af — 400 Hz Us = 1,0 Vss
'-Ulm = B ") —Af > 400 Hz U; = 1,0 Vs
Ig — ) 5 mA A250D:it, = 23 . 30 {ts
U; =0 ...U; V
fo = —10 ... 155°C
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Integrierte Schaltkreise

'\fideokoﬁi bination
Video combination

Integrated circuits

A 270 D Video- und Leuchtdichtesignalverstérker mit Strahl-
strombegrenzung und gleichspannungsgesteuerter
Kontrast- und Helligkeitseinstellung fir Schwarz-
WeiB- und Farbfernsehempfénger.

Der AnschluB einer Verzégerungsleitung beliebiger
Impedanz ist maglich.

Video and luminous density amplifier with beam current limit-
ing and d. c. voltage regulated brightness control and contrast
control for monochrome and colour television receivers.

The connexion of a raudom impedance delay line is possible.

Grenzdaten Informationsdaten  bei .

max. ratings characteristics at Us =12V, 8 = 25°C, Uy =39V

Us = 155 Vv Uy Uy =28 Y Is = 36 mA beil;, = 1,2V

U = 155 V  Upg Uy =—=5...46V Udbia: =< 120 mVatls = 02mA Il =08mA

Use = 132 Vo U = 5 v U < 05 Vv U, = 12V

los = 5 v o = 20 mA Uy > 3,0 v Up = 42V

Iy = 10 mA  usas = 2 v AU < 20 mV U = 2 W

I =: 2 mA  upas = 2 " Vu = 2,0 . 28 U; = 33 V9

Pron 20 mW?" Peoe = 700 mW1  Aus,16 < 160 mV Us = 21V, U =333%

ta = =10 ... $55°C Auy(U;) > 20 dB U;(;) = 1.2V, Usp) = 33 V3)
Biideo > 6 MHz Uy = 33V, u; = 0,5 Vss,
Buideo >7 MHz Uy = 33V, u; = 0,5 Vss,

4V, = —4 dB

) o = 25°C ) Ba = 25°C

2) AU; = Sprung von 2,8 auf 3,6 V ) Au; = jump from 2,8 to 36 V

3 AU; = Sprung von 3,2 auf 4,0 V 3 Au; = jump from 3,2 to 40 V

Secam-Dekoder

Secam decoder

A 295 D Secam-Dekoder fiir Farbfernsehempfénger, beste- Secam decoder for colour television receivers, consisting by

hend aus Verstdrkern fiir das direkte und das ver-
zogerte Signal, Kreuzschalter, regelbaren Begren-
zern fiir beide Differenzsignale, Farbauf- und aus-
tastschaltung und Farbabschalter.

amplifiers for the direct and for the delay signal, cross-switch-
ing, controlled limiters for both difference signals, colour gate
and blanking circuit, and colour killer.

bei
at

Grenzdaten Informationsdaten

max. ratings characteristics

US == 12 V. ﬁa 25°C. U'|3 ] U“
Us = 27 V, R = 1,5 k2, C. = 15 pF

3 V2, Uy =2 V2

Us = 15 v lso < 60 mA bei ug4 = 0
Ui, Ups = _4,,,+4V Uss >3 A at  Rys = 10 k@
U, Uy = -4 ... +4V Uis < 03 v Risits = 10 k@, U= 3 V2
Uyge Upz = —4... +4V —Uip Uspz < 17 v Ug = 95 mVett
Ug, Uiz = 4 ... 4+6V) Uy, Uy U Uy <1 v Ug = 95 mVeff
Us = i V. Up Ugg 1,2 ... 19 Vas us = ug = 95 mVef, Us = 2,2 V
Uz, Ug = 1,5 Vss Ug, Uyg 1 dB Au; = Aué = (9,5...190) mV eff
i = mA  Adug (Ug) <5 oy u; = ug = 95 mVeff
lis e 0N mA Ug = 09; 1,2; 1.5 \
Peot =1 w2 Auy (uge) <7 %y u; = ug = 95 mVet, Uy = 09; 15V
Ry, 1+ Rl 1 = 6 k2 Do < =15 dB Usg = 95 mV eff
Pa = —10...+55°C  Deog; Dag > 33 dB U3.g = 2,5 mV eff
Dﬁ]é: D3,9 > 41 dB Uz.s = 25 mV eff
Nt <15 ps
2) §o = 25°C

3
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

Steret;:bekoder
Stereo decoder

A 290 D PLL-Stereodekoder nach dem Zeit-Multiplex-

FLL stereo decoder by time shasing principle for FM radio
Verfahren fur FM-Rundfunkempfanger

receivers
Grenzdaten Inf tionsdaten bei
: ; A ' 8.=125°C, Us =15V, f = 1kHz, fp = 19 kHz

max. ratings characteristics at
Us =8 oz 1S M Is < 26 mA bei U =0
lg = 75 mA asM < 1,6dB at Ui = 2,8Vss
Ui = 28 Vss ay > 30 dB Ui = 28Vss, Up = 100 mV
ita =0 . —F70°C Uip < 22 mV

Ri > 20 k2 Ui = 2,8Vss
Mischschaltung

Mixer circuit

B 222 D Integrierter Doppelgegentaktmischer Integrated double push-pull modulator
fur industrielle Anwendungen for industrial applications
Grenzdaten Informationsdaten bei b Uie = 200 mV, fir = 200 kHz,
max. ratings characteristics at o= 25°C, U =20 mV, fi =50 kHz
Us = § .18 Vv lso < 20 mA bei Us = 18V, Ui = 0
Ug, Uy =5 W ar > 10dB at Us = 15V
Uy, Us = 8 v Vm > 24dB Us = 15V
Ué/hl =5 vV
U;r/;t =6 v
Peot = 360 mW )
a = 25 ... +65°C
N #te = 25°C
Transistorarray

Transistor array

B 340 D Integriertes Transistorarray aus Integrated transistor array with 4 single

B 341 D 4 Einzeltransistoren fiir industrielle Anwendungen

transistors for industrial applications

Grenzdaten

Informationsdaten bei o e g~
max. ratings characteristics at o 5=ty Mckr=
Ucro = 20 " hye(T1) = 56 . 5602) bei le =1 mA
Uceo = 15 v hatE > 30 at  le = 10 pA
Ueso =5 v AUse <35 mV le = 100 A
Ucio = 30 V hatEx
S = e =000 e BED =
o = 14 Ly — 08 1,2 le 1 mA
Peot = 400 mW 1) fe = 135 MHz le =1 mA f= 100MH:
ita = 25 ... +85°C B341:
il = -+125 /8 E <6 dB lc = 200 pA, f = 1kHz, R = 2k
) $a = 25°C ?) selektiert nach hz21e-Gruppen

36
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

Operationsverstdrker
Operational amplifiers

A 109 D Operationsverstdrker mit hoher Verstarkung, Operational amplifier with high gain, low offset values,
B 109 D kleinen OffsetgréBen, groBem Eingangs- high input resistance, and high output amplitude
widerstand 'und groBer Ausgangsamplitude for general purpose applications

fir universellen Einsatz

Grenzdaten j Informationsdaten bei By s oc. U i = a
max. ratings characteristics ap Te =R Mg =sls < =13 V. Rs = 100
Us+ =418 \' A 109: Uo < 7.5 mV A 109: SVR < 200 pV/V
UsS—=—18 v B 109: Uo << 5 mV B 109: SVR < 150 pV/V
Ptor = 300 mW A 109: io < 0,5 uA Uo > 10 \" bei R =2 k2
U =-—10...4+10 V B 109: ho < 0,2 pA U == 12 \' at Ro = 10 k0
Up =-=5...45 V A109: < 1,5 pA A 109: CMR > 65 dB
A109:%a = 0...470 °C B 109: I < 0,5 uA B 109: CMR > 70 dB
B109:#a =-—25...485 °C A 109: Re > 50 k&2 A 109: V, > 15000 [ Ru = 2 k2
B 109: R« > 150 k&2 B 109: V, > 25000 | Uo = +10V
A 109: Py < 200 mW +U > 8 Vv
B 109: P 165 mW AU uV
> < B 109: Aﬂio < 25 ui( 44 = ﬁ.‘lmax _ ﬂamiu
Spannungskomparatoren
Voltage comparators
A 110 D Differential-Spannungskomparator Low-impedance oulpul differential voltage comparator,
B 110 D mit niederochmigem, mit allen Logik- compatible to all logic families,
formen kompatiblem Ausgang for general purpose applications
fir universelle Anwendung
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at‘9° =25 %C, Usp =12V, U5 =6V, Re= 100 0
Us+ = 414 Vv A 110: Uio < 7,5 mV Uow > 25V bei Up = 10 mV, lon = =5 mA
Us— = —7 v B110: Uo < 5 mV A10:Uo. <0 V at Up = 10mVY, lo. = 1.6 mA
Pior = 300 mw A 110: ho < 15 pA B 110: Usi <=0 V Up = 10mV,loL =2 mA
W =—7...4+47 V B10: ho <5 pA CMR > 70 dB a4, =10V
Up = —5...4+5 V A 110: T < 100 pA A 110: V. > 750 AUo =2 V
lo = 10 mA B 110: It < 25 uA B 110: Vu > 1000 AUo =2 V
A110:da =10 ..,+470°C Ro = 150 @ torh = 38 ns [ A4Uip = 100 mV, & = 5 mV
B 110: #. = —25...485°C Is+ < 9 mA touL = 50 ns | R =2 k&
ls— << 7 mA AU uV
B 110: =2 < 90 == 40 = Oamax — Damin
Initiatorschaltkreis
Initiator circuit
A 301 D |Initiatorschaltkreis fiir induktive Initiator circuit for inductive initiators
Initiatoren und allgemeine Anwendung and for general purpose applications
G dat i i
renz u.en Inform0t|?n?doten bei 84 — 25°C, Us — 475 V
max. ratings characteristics at
Us = 475...29 vV Is < 18,5 mA bei Us =27V
Uow =0 ...27 v Uo. << 035V at lo. = 16 mA
loo = 50 mA Uor < 1,15V lo. = 50 mA
3 =1 mA lon < 20 pA Uow =27V, Ry = 520 2
. = —25...4 70 °C Us =29 V —lz =1 mA
Ci3 < 47 nF
fmax = 20 kHz Cl‘g = 1,5 nF. R}fﬂ = 2,7 kQ
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Integrierte Schaltkreise

Schwellwertschaltkreis
Threshold value circuit

Integrated circuits

A 902 D Schwellwertschaltkreis fiir allgemeine Anwendungen
wie Zeitgeber, Temperaturwdchter,
schalter u. &.

Ddmmerungs-

Threshold value circuit for general use in timers, temperature
controllers, twilight switches, etc.

Grenzdaten Betriebsbedingungen

Informationsdaten bei

max. ratings operating conditions eharacteristics ot #a = 25°C
U = 0...6V Us~ =25 ...56 V Uo = 185V7" bei Us=14 V
Uo = 6 W Re = 10002...20 M2 Uu = 125V32 at Us = 56 V
h = 10 mA £ = 1nF... 470 uF Uoo =015V Us =25 V; loo = 40 mA, U =20
lo = 80 mA L < 100 mH Is =10 mA Us = 56 V
Peoe = 225 mw io < 40 mA
ta =-10... +55°C

) Sprung von L nach H
?) Sprung von H nach L

Transistorkombination
Transistor combination

1) jump from LtoH
2) jump from HtolL

A 910 D Transistorkombination fiir Kameraschaltungen und
spezielle Anwendungen

Transistorcombination for camera circuits and special appli-
cations

Grenzdaten 1)

Informationsdaten bei

max. ratings 1) sharacteristics at da = 25°C
Peoe Us  Uce le la ha1e bei/at Ucesat bei/at
—lg —lg —lc Uce Us le la

mWwW v vV mA mA pA mA  mA V vV vV mA mA
7 i 20 15 115 3 3 0,2 10 1
T 2/2' 40 20 700 20 3 0,8 3 -0,2
T:3/3 300 0...6 6 40 20 700 20 3 08 3 -0,2
T4 20 15 70 0,12 08 0,2 10 1
T5/T6 200 20 5000 100 0.4 2,8 0,8 100

14000 1 0.4 2,8

) Betriebsbedingungen:
operating conditions:
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits
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Optoelektronik Opto-electronics
Schnelle implantierte Si-Photodioden
Implanted high speed Si-photodiodes
Typ Grenzdaten bei | . Informationsdaten bei .

max. ratings ot Up=t electrical characteristics at fla = 25°C
Puat Ur In Ir 1) I %) Chot bei/at S bei/at ip te A
Ur 2
mWw v mA nA A oF v AW nm nm ns mm?
SP 101 10 25 ) <500 >15 <30 20 >0,15 500 820 10 3.6
=03 820
>0,25 900
SP 102 30 25 1 <10 ot ] <4 20 >0,15 500 820 2 0,25
>0,3 820
>0,25 900
SP 103 10 25 1 <50 >5 <10 10 >0,15 400 900 1.2
>0.4 900
>0,1 1100
) bei E=0 Noat B —:0
‘) bei E == 1000 Ix und einer Farbtempe- %) at E = 1000 Ix and a colour temperature
ratur der Strahlungsquelle von 2850 K of the emission source of 2850 K
Si-Phototransistoren
Silicon phototransistors
Typ Kenndaten bei
characteristics at G = 2%
Pioc Uce le bei/at Ic bei/at i3 tr ty bei/at
ch E UCE E |C UCC RL
mW V nA \' I mA VooIx nm us {s mA \" k2
SP 201 >0,25
SP 201 A1 1.2
SP 201 A 1 o S |
SP 201 B1 2,7
SP 201 B 50 32 <100 15 0 2t e 5] 1000 780 5 5 0,25 15 1
SP 200 C1 4,7
SP 201 C 47 ...84
SP 201 D =7
5P 211 >0,25
SP 211 A 04 ...08
SP 211 B 50 50 <100 25 0 0,62 1:25 5 100 850 <25 <25 0,8 35 1
SP211 C 1,0 ...20
SP211 D 1.6 ...26
Optoelektronische Koppler
Opto-electronic couplers
Typ Grenzdaten bei 5 Informationsdaten bei i
max. ratings at #a = 25°C electrical characteristics at #a = 25°C
Uio Us I lrrm Uce le Rioc Cio bei Ur bei Icl) Ic?) tond) tond)
at at
Uio le
KV v mA mA V mA T2 pF kV v mA  pA uA s us
MB 101 +5 2 5 100 —5...415 3 1 0,35 1 <19 35 <05 >250 85 54

1) bei lg = 0 und Uce = 5 V
) bei lg = 35 mA und Uce = 5 V
3) bei le = 0,25 mA, Uec = 15V, RL = 1 k@2

Hatlg =0and Uce =5V
Y atlg = 35 mA and Uce = 5 V )
3) at le = 0,25 mA, Uge = 15V, RL = 1 k&2



Optoelektronik Opto-electronics
Anode Anode
230 5
@&i };?
2 g
3 B
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B |
8 J |
L] e l 2
h’a!‘a;e am cathode on
S Katode em cathode on
Gehduse  case Gehduse  case
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©N |
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Optoelektronik Opto-electronics
Infrarot-Emitterdioden
infrared-emitting diodes
Typ Grenzdaten bei Informationsdaten bei .

max. ratings at " 25°C electrical characteristics at e =23C
Piot I lrrm Ue bei Ip a1 1s bei tr tf A
Urr at at at
I Ir 13
mW mA mA Vv mA nm nm  pW/sr mA ns ns mA
vVQ 110 A >>200 50
VQ 110 B 75 2 50 100 =D 50 940 60 800 50 <500 <500 100
vQ 110 C —>1800 50
vQ 135Y) 100%) 200 320 <5 200 920 50 50 200
1) alle Angaben bei # = 45°C %) all data at # = 45°C
2) Rth]: in K/W 2) R{hi: in K/W
Lichtemitterdioden
Light-emitting diodes
Typ Kenndaten bei 5o 5
characteristics at ~ ° 29°C
Ur I Us ip Al I
v ok N i ao wed Farbe colour
VQAI12 5 20 <18 660 40 =030 rot red
VQA13 5 20 < 1,8 660 40 > SQU rot red
VQA 15 L} 20 <18 660 40 > 300 rot red
VQA23 5 20 <18 560 gelb yellow
V QA 33 5 20 <18 585 grin green
Lichtemitteranzeigen
Light-emitting displays
Typ Kenndaten  bei .
characteristics at #a = 25°C
Piot I lrem’) Ur bei Ur bei p Al L bei  Anzeige- h Ansteue-
at at IL* at art rung
I Ir pcd® Ir display drive
mw mA mA V mA v mA nm nm asb mA  typ nm
V@B 37 80 S 50 <18 7 X5 S 0,1 ¢630...690 40 >13* 7 7 Segment 7 n
V@B 71 410 13 100 <4Y) 10 6 100 660 40 1000 10 7 Segment 7
VQB 73 220 15 00 <4 10 >6 100 660 >40 1000 10 4= 7

1) je Segment
%) Dezimalpunkt

1) any segment
2) decimal point
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Optoelektronik
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Optoelektronik

Lichtemitteranzeigeeinheiten
Light-emitting display

Opto-electronics

VK 11 Lichtemitteranzeigeeinheiten mit  Zeitmultiplex- Light emitting displays with time-multiplex control consisting of
VK 12 ansteuerung, bestehend aus Anzeigeslementen displays VQB 37 and diodes VQA 12 for electronic pocket
V@B 37 und Dioden VQA 12 fir elektronische calculators.
Taschenrechner
Typ S.kellenzuhl Diodenzahl Grenzdat}en bei B 2500 Informcntic.)n.sdaten bei P
number of number of max. ratings ot characteristics at
digits diodes
je Segment je Diode je Segment je Diode
bzw, Dezimalpunkt bzw. Dezimalpunkt
any segment or any diode  any segment or any diode
decimal point decimal point
VK 11 10 3 Prox 80%) 60 mW L = 13 > 302) wpcd
VK 12 9 1 Ur 3 ] v Ue > 1.8 < 1,82) V
Ir 5 30 mA Ir < 100 < 100 pA
lerm 50 2000 mA TKir << —0,05 < —0,4 mA/K
#a = —25...+70°C TKie << —1,0 < —1,0 %K

") bei lerm = 7 mA
?) bei Ir = 20 mA
3) je Ziffer einschlieBlich Dezimalpunkt

N at leam = 7 mA
2) at lr = 20 mA
3) per digit inclusive decimal point

H
7

g13

R S ¢
)

3 Hs C

2325575

i
i
J
1

i
&
L AD i\xofbar
D, solderable

T
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Optoelektronik

Opto-electrenics

Lichtemitteranzeigeeinheiten
Light-emitting display

VQD 30 Lichtemitteranzeigeeinheit mit Zeitmuitiplex-
ansteuerung, bestehend aus 9 rotleuchtenden
monolythischen GaAsP-Chips fiir elektro-
nische Taschenrechner.

Light-emitting display with time-sharing control consisting of
9 red-emitting monolythic GaAsP — chips
for electronic pocket calculators.

Kenndaten bei _
BrRiLE e CO #a = 25°C, lrrm = 7 mA, to = 50 ps, to/T = 1:14
L > 13 pcd (je Segment bzw. Dezimalpunkt) lLmax it (Segmente)
U <18V (any segment or decimal peint) T e (segments)
IR < 100uAT)
ledx z
(Ziffern)
_ 1,8
M min < (numbers)
) beifat Ur = 3V
8x5 =40 ; 65
mar
Z —"Il . o7
: ]
5 K
N
4 |
] %
S ]
N 7 5 . 70 : T T7
] EEaa ﬁﬁ Cﬁﬂﬁﬁﬁfﬁﬁﬁ:‘(f_ﬁi\ = 4
Al Kl g _ A It
— T L R B T R R 7
nickelt i 18 16x2.5 =40 | 09
nickel- | 55 ! QD 7107
plated
V@D 30




Transistoren Transistors
Si-npn-NF-Transistoren
n-p-n AF Si-transistors

Typ Grenzdaten bej glektr. Kenndaten bei

max. ratings at g e elektrical characteristics at e = 2
Pior Ucso Ucto Ueeo le haye®) bei fr F bei lcao bei
at at at
Uce le Uce ¢ f Rg Ucs
mwW Vv Vv v mA V. mA MHz dB Vv mA  kHz k&2 uA v
SC 206 200 20 15 5 100 28 ...1120 6 2 3007) <0,1 20
SC 207 200 20 15 5] 100 18 «::1%200 6 2 3002 <8 6 02 1 0,5 <01 20
SC 236 200 30 20 5 100 56 ...560 6 2 170%) < 0,1 30
SC 237 200 50 45 6 100 56 ...560 6 2 170%) <8 6 02 1 2 <0 50
SC 238 200 30 20 h 100 56 ...1120 6 2 170%) <8 6 02 1 2 <0 30
SC 23¢9 200 30 20 5 100 112...1120 6 2 1708 <4 6 02 003...15 2 <01 30
Si-npn-HF-Transistoren
n-p-n RF Si-transistors
Typ Grenzdaten bei zlektr. Kenndaten bei .
max, ratings ot 0% = 2% Liiical chatdctensticsigr 08 — 2°C
Pwt  Uceo Uceo Ueso lc ha1e%) bei fr Ucesar  bei F  bei lceo  bei
at at at at
Ucer* hz1e*?) Uce e le Is le f Ucs
kHz
mWwW \ v v mA v mA MHz \ mA mA dB mA MHz* pA v
SF 121 600 20 20"y 5 100 18...1120 2 50 =60%) <1 50 5 55 05 1 = 20
SF 122 600 33 33y 5§ 100 18...1120 2 50 608 <1 50 5 55 05 1 2 33
SF 123 600 66 66*1) 5 100 18...1120 2 50 =608 <1 50 5 55 05 1 i | 66
SF 126 600 33 20 7 500 18...560 2 50 =60% <05 150 15 45 02 1 <01 33
SF 127 600 66 30 7 500 18...560 2 50 =60% <05 150 15 45 02 1 <01 66
SF 128 600 100 60 7 500 18...560 2 50 =60% <05 150 15 45 02 1 <0,1- 100
SF 129 600 120 80 7 500 18...280 2 50 »60%) <05 150 15 < 0,06 100
SF 131 300 20 12 4 50 18...560 1 10 >2007) <05 10 1 7 0,210 1 <0,1 20
SF 132 300 40 15 5 50 18...560 1 10 >2007) <05 10 1 6 0,2'0) 50* < 0,1 40
SF 136 300 20 12 5 200 18...560 1 10 >3007) <0,3 10 1 48 5 36* <01 20
SF 137 300 40 20 5 200 18...560 1 10  —>3007) <0,3 10 1 48 5 36* <01 40
SF 215 200 20 15 5 100 28...560* 6 2 1009%) 8 5 100* <0,1 20
SF 216 200 40 20 5 100 28...560*% 6 2 >1009) 8 3} 100* <01 20
SF 225 200 40 25 4 25 =40 0 1 5003%) <5 1 200 <05 40
SF 235 200 40 25 4 25 28 10 1 400%) <4 1 100* <05 40
SF 240 160 40 30 4 25 30150 10 4 430% 3 4 36* <05 40
SF 245 200 40 25 4 25 38 0 7 7809) 3 2 200* <05 40
) Ree = 108 %) selektiert nach Stromverstdrkungsgruppen
2 Uce = 6V, lc = 10mA, f = 100 MHz selected by current-gain groups
) Uce = 10V, lc = 1 mA, f = 100 MHz hize bei/at f = 1kHz
N Uce = 10V, lc = 4 mA, f = 100 MHz %) lc = lcopt, Rg = Rgopt
5 Uce = 10V, le = 5 mA, f = 100 MHz
8 Uce == 10V, lc = 7 mA, f = 100 MHz
7) Uce = 10V, lc = 10mA, f = 100 MHz
8) Uce = 10V, lc = 10mA, f = 15 MHz
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Transistoren Transistors
Si-npn-Schalttransistoren
n-p-n Si-switching transistors
Typ Grenzdaten bei N elektr. Kenndaten bei .

max. ratings at e = 25°C electrical characteristics at Ba = 25°C

Prot Uceo Uceo Ueso e hase bei Ucesae bei ton torr bei lcso bei
at at at at
Uece e le ls le Uce
mW vV % ' mA v mA V mA mA ns ns mA  pA \
SS 106 300 25 15 o 200 18...560 1 10 <05 10 1 <40 <75 10 ﬁO.QS 15
SS 108 300 40 15 5 200 18...560 1 10 <05 10 1 <40 <75 10 <005 20
SS 109 300 20 15 5 200 18...280 0,7 100 <05 100 10 <40 <75 10 < 0,05 15
SS 216 200 20 15 5 100 18...280 0.5 30 < 0,45 30 3 22 280 10 <01 20
55 218 200 20 15 3 100 18...280 0,5 30 < 0,45 30 3 <35 <260 10 < 0,1 20
SS 219 200 20 13 5 100 18...2890 0,5 30 < 0,45 30 3 <35 <30 10 < 0,1 20
SSY 20 700 60 40 5 600 8 ... 7N 1.3 5001 &f 500 50 <50 <100 500 <02 50
Si-npn-Spezialtransistoren zur Ansteuerung von Ziffernanzeigerdhren
n-p-n Si-special transistors for driving numerical display tubes
Typ Grenzdaten bei . elektr. Kenndaten bei - .
max. ratings at fa = 25°C electrical characteristics at Vo == 2506
Piot Uceo Ucev bei Ueeo  le hae bei UcEsar bei lcev bei
at at ot at
-Use Uece e le le Uca

mW " v \ Vv mA \' mA v mA uA pA A
$S 200 150 70 70 1 5 30 >32 3 10 <0,6 1 31 <1 70
SS 201 150 100 100 1 5 30 =32 3 10 <0,6 1 31 =1 100
SS 202 150 120 120 1 5 30 >32 3 10 0,6 1 31 22 120

£ 2o
e & L |
&,T /\P/! 1 _.! | ! )—ﬁ-t—- —!-n——| ] }
“1 v Ml o L
“‘{gh“ ) i o
£B8C £B8C SE | sl b
- 2 2
- d
1 (e 0" @& 4
| i 061 . A 06 Jod T
i I -t |
o { | |
f @O “'\‘ (o o~ |
23 T "‘5‘; \-(?.‘ t‘(_;‘_”
1 1 |
Q o l
f L o X 1
9045 _ 2085 _J| 0¥ 0%
SF 121...SF 123 SSY 20 SF 131, SF 132 SC 206, SC 207, SF 225

SE1265-9F 128

SF 136, SF 137
5SS 106...5S 109

SC 236....5C 239
SF 215, SF 216,
SF 235,

SS 200...5S 202
55 216...55 219

SF 240, SF 245
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Transistoren Transistors
Si-npn-HF-Transistoren fiir Videoendstufen
n-p-n RF Si-transistors for video output stages
Typ Grenzdaten bei . elektr. Kenndaten bei .
max. ratings at da=25°C electrical characteristics at §a =25°C
Pior Ucso Uceo Ueso lc Rinje hatE bei/at fr Ucesar bei/at Cxe lcso bei/at
Ucer®) Uce lc le In Ucs
w V') \ " mA K/W V' mA MHz V mA mA pF nA \
SF 150 068 160  160% 5 50 40 28...140 10 5 >80 <5 30 6 <85 <100 140
SF 357 6 160 160 5 100 10 >25 1 30 90 45 <50 100
SF 358 6) 250 250 5 100 10 >25 10 30 90 45 <50 200
SF 359 6" 300 300 5 100 10 >25 10 30 90 45 <50 250
) #c = 90°C ?) Ree = 1kQ2
Si-npn-Leistungstransistor
n-p-n Si-power transistor
T bej 3 ] bt
¥pP Grenzdaten bei 9o = —10...4100°C alektr. Kenndaten ei B BEVE

max. ratings at

electrical characteristics at

Pior  Uceo e lem  lam hye bei/at Ucesar Usesar  bei/at lceo  bei/at
Uce Ic le Is Uce
W v A A A vV AV v A A mA V
SD 168 1257 300 3 6 2,5 >10 5 05 =78 <1,5 1 02 <3 300
) fe = 95°C
Si-npn-Leistungsschalttransistoren
n-p-n Si-switching power transistors
Typ Grenzdaten bei Ba = —10. .. +100°C elektr. Kenndaten bei B, = 25C

max. ratings at

electrical characteristics at

Pror  Ucerm  Uceo

leav

Icm lam Rehje hz1e bei/at fr Uceser Usesar beifat  tr Ices bei/at
Uce lc le s Uce
w V V A A A K/W \' A MHz V v A A ps mA V
SU 161 10" 15002 350 2.5 3 2,5 2.5 52 B 2 44 5 1,5 2 1 13) 3 1500
SU 165 107 9003 2,5 3 2,5 25 >5 5 0,5 3 159 1 02 19 3 9200
N f#c = 90°C 2} lc = 3mA, Ree = 10042, t, = 20 us, /T = 0,25
Nlc=2A ls =1A ts= 10us N Uce =5V, lc=01A, f=5MHz
a2 s . 29 max 74
F2 26 |np§"5"
o i I~ i
S R T
L \J-_ é 5] e : |
o
* o | ~| N o, ¥
B ; oy X M 158 [P ~1 X
Q wal i o R - ‘
] & N 3 3L 11§
c i 7 ninz | |
' |
n 5 - -
S |3 | a5 1
9 e |
D 3 1 max23 |
B - | FOOATO7
| . 28045 as||.
FO0ASC? 2% SD 168
SF 150 SF 357 ... SF 359 SU 161, SU 165
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Transistoren

Transistors

Si-MOS-Feldeffekttransistoren (n-Kanal-Verarmungstyp)
Si MOS field-effect transistors (n-channel deleption-type)

Typ Grenzdaten bei ” Informationsdaten bei "

max. ratings at #a = 25°C electrical characteristics at  v¢ — 23°C

Prot Uos bei Uess Ube Ip In Yy bei -Ur bei Re

at at at
-Ues Ubs Io

mW v V v Vv mA mA mS Vv A uhA T8
SM 103 150 20 12 —15/4-5 32 15 PR ey 8 <12 10 >1
SM 104 150 20 10 —15/45 30 15 1.5...6,5 >1,0 8 <8 10 >1
Si-MO35-Feldeffekttransistoren (p-Kanal-Anreicherungstyp)
Si MOS field-effect transistors (p-channe! enhancement-type)
Tyn Grenzdaten bei 9. — " Informationsdaten bei P e

max. ratings at =~ ° 25°C electrical charocteristics ot =t

Prat Ups Uegs Uos Usa -lo -lo Yoy bei -Ur bei Cgs  Ros

Upe Uce lorm * at at
-Ups -lo

mW vV v v v mA mA mS v v uA  pF 2
SMY 50 225 —31/40,3 —31/+40,3 +3 —15/40,3 25 10 2 10 Fass 10 <12 150
SMY 511 240 —31/4-0,3  —31/4-0.3 +31 0 20 12 2 10 w6 10 <12 150
SMY 52 300 —31/4-0,3 —31/4-0,3 +31 —15/40,3 60 50 12,5 10 3...6 10 <38 35

120°

SMY 603 240  —25/4-03 —25/403 425 —15/403 20 >2,8 10 <10
U 105 DY) 400 —31/-}-0,3 —31/4-0,3 +31 0 25 >3 2 3.6 10 <12 150

1) Doppeltransistor

2) 6-fach-Transistor (MOS-Schaltkreis)

%) Doppeltransistor ohne Gateschutzdioden,
getrennter SubstratanschluB

1} dual transistor

?) six-transistor MOS circuit

3) dual transistor without gate protecting diodes with
isolated bulk connexion

LA 80
g 1 |
S !
R RO
&
o)
[} q‘_z
2.5 age-175°
MooOFTYE
8 B & b, 85,
i o
1 | =3 |
EI ¥
e |
& roo .
& 9 6'}. D] 7
SMY 50 SMY 51
SMY 52
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= o g“ ‘—;aglg
| R 0
AL K2
MR B 167 SM 103
N i) ™ SM 104
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Transistoren Transistors
Ge-pnp-HF-Transistoren
p-n-p HF Ge-transistors
Typ Grenzdaten bei . elektr. Kenndaten bei .
max. ratings at 9 = 25°C electrical characteristics at 0o = 25°C
Pt  -Ucso -Uceo -Ueso ¢ ha1e bei fr F Gopb bei -lceo  bei
at at ot
-Uce -lc -Uce -lc f -Ucs
mwW Vv Vv Vv mA V mA MHz dB dB \" mA MHz  pA Y
GF 145 60 20 15 0,3 10 =10 12 1,5 600 <9 >9 12 1,5 800 <8 20
GF 147 60 20 15 03 10 >10 10 2 650 <6 >11.,5 10 2 800 <8 20
Ge-pnp-Leistungstransistoren
p-n-p Ge-power transistors
Typ Grenzdaten bei . elektr. Kenndaten bei .
max. ratings at #a = 25°C electrical characteristics at ¥e:=125°C
Pt  -Ucso -Ucer bei -Ueso -l h21e bei fr -UcEsae bei ton ot -lces  bei
at at at at
Rae -Uce -le -l -ls -Uce
WV v Q Vv A v A kHz V A A us us mA V
GD160 531 20 18 50 10 3 18000 2 1,5 >180% <06 3 05 <1,5 20
GD170 531! 33 30 50 10 3 18...90 2 1.5 >180% <06 3 05 <1 33
GD175 53! 50 48 50 10 3 18...90 2 1,5 =180% <0,6 3 05 <1 48
GD 180 531! 66 60 50 10 3 18...90 2 1.5 >180% <06 3 05 <1 60
GD240 101 30 25 50 10 3 18...140 2 2 =250%) <0,6 3 05 <25 30
GD241 101 40 35 50 20 3 18...140 2 2 2509 <06 3 05 <30 <16 <25 40
GD242 101" 50 48 50 20 3 18...140 2 2 >250%) <0,6 3 05 <40 <22 <25 50
GD24a3 10') 65 60 50 20 3 18...90 2 2 ~>250%) <0,6 3 0,5 <44 <24 <25 65
GD244 101" 75 70 50 20 3 18...90 2 2 =>2505) <0,6 3 05 <32 <34 <25 75
) fc = 25°C Y ~Uce=6V, —lc=0,3A
2) —Uce =12V, —lc = 1,5mA, f = 100 MHz ) —Uce =6V, —lc=0,1A
) —Uce =10V, —lc = 2mA, f = 100 MHz
16
_._T__
Y o
4 <
Sy b
e 2]
B } 1
“:T' = o 1
W o o
sy
3L
U‘JF
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L0045 LlLe7 —oHe2l
GF 145 GD 160 ... GD 180 GD 240 ... GD 244
GF 147
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Dioden

Diodes

Si-Kapazitdtsdioden
Si-capacitance variation diodes

Typ Kenndaten  bei e
characteristics at #a = 25°C
Piot Un Cj fa bei/at Ls In bei/at e
Ur Ur
mwW v pF GHz V nH uA \ pF
SAZ 12 300 18 B >10 6 35 <10 18 0.4
SAZ 13 300 18 Toonh >20 6 35 <10 18 0,4
Si-Varaktordioden
Si-varactor diodes
Typ Kenndaten  bei o
characteristics at de = 25°C
P Wer Ir Uer) bei/at ¢ fa bei/at Ls ts bei/at Ce Rehie
Ir Un Ur
w v mA V @A pF GHz V nH ns v pF K/W
SAZ 54 6 90 10 =90 100 40...80 =20 6 <2 >12 6 0.6 <10
SAZ 61 1,5 60 10 =60 10 0,5...10 =100 6 < 1h 23 ] 0,45 <100
SAZ 1 1 30 >30 10 0,3..:05 >150 6 b 0,45 <200
Si-Avelanche-Dioden
Si-avelanche diodes
Typ Kenndaten
characteristics
Urwm UrrmM U(er) r(av))  Ir(av)?)  le(rms)  Ierm Irsm IR Rehje
v Vv \ A A A A Kw mA K/'W
SY 180/6A 420 600 800
SY 180/8A 560 800 ~=1100
SY 180/10A 700 1000 1400 16 30 47 250 10 ) F 1
SY 180/12A 840 1200 1600
SY 180/14A 980 1400 1800
N $a = 45°C 2) f# = 100°C
8
i T4 - ) o
= 3 i ol v T
= * Katode E,E N L T
k£ : ] —~ & ¥ gh ] 2
\‘f t T 1
K} L e6sm | S| ==[" J#0 " ] =y
955, | | 1 f > \ ehmar & = I
[ ‘ = é S SRR
<+ <o | 1
067 .| § & Lo | H3 s o3 L1 1§ |
-4 —— LY 3 . | 1
| E  Keramik P ol o T ™|
055 @85 R| ceramic{=f% . Y = $725 ] == B s
‘ [ | max ! O B =
& i TN .~ "~ $
<F mft Y &. <3 L
5 7 ‘_)‘}_ Adapter- SR Q s ¥ e . P ”
arbpunkt (Katode, kappe 824 3 g SR |
: g X =&+
ohne Adapterkappe with —et—E2tan - ~—={p2,36 = &
withoul adapler cap adapter cap !
SAZ 12, SAZ 13 SAZ 54 SAZ 61, SAZ T1 SY 180/A
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Dioden

Diodes

Si-Schaltdioden
Si-switching dicdes

gemessen bei iR = 1mA, RL =508

2) at switching from Ir = 10mA to Ur =6V
measured at iR = 1TmA, Ru = 500

Typ Grenzdaten bej Informationsdaten bei
- 'ﬁﬂ = Q sty o
max, ratings at A5°C electrical characteristics at do = 25°C
Piot Uv Upn e TFR Tis la Ur bei Ir bei Ciat ter
Urm* [ at at
[ Ur
mW v v mA mA mA mA v mA uA v pF ns
SAY 12 430 50 75 300 600 2000 200 <1 200 <201 50 <4 <4 9
SAY 16 430 30 35 300 600 2000 200 <1 200 <0,1 30 <4 ) <42
<5 35
SAY 17 300 50 60 175 350 2000 115 | 100 <701 50 <731 =gy
=h 60
SAY 18 300 25 35 115 225 2000 75 = 30 < 0,07 25 <4 1) <298
<5 35
SAY 20 300 15 20 75 150 2000 50 < 10 <0,05 15 <49 <4 %
<5 20
SAY 30 150%) 25 30* 30 60* 150 < 0,81 3 < 0,04 25 <8 3 <65 %
=0,5 0,1
SAY 32 1504 25 30* 50 100* 250 il | 15 <20,04 25 <8 3) <65 %)
SAY 40 1504 15 20* 20 40* 100 < 0,84 3 <70,06 15 <8 3 <10 2)
>0,5 0,1
SAY 42 1504 15 207 30 60* 150 = 10 < 0,066 15 <8 3 <10 %)
SAY 73 430 50 7 300 600 2000 200 <1 200 < 0,1 50 <A <74 2)
SA 403 1009 25 30* 30 60* 150 <0,81 3 < 0,04 25 <8 3 <65 9
=05 0,1
SA 418 1004 80%) 1004 <12 100 <0,5 80 < § ) <210002)
" Ue =0V, f=1MHz, Uar = 50 mV ?) beim Schalten von If = 10 mA auf Ur =6V
) Ug =0V, f=05MHz gemessen bei i = 1mA, RL = 502
5 P, = 25°C ?) at switching from lf = 10mA to Up =6V
measured at in = 1mA, RL = 500
Si-Mehrfachdioden
Si-diode arrays
Typ Grenzdaten bei . Informationsdaten bei
max. ratings at Pa = 25°C electrical characteristics ot T2 ™ 23°C
bei/at bei/at
Piot Ur Urm I¢ lem Ue I¢ Ir Ur Chot tie |
mW v v mA mA v mA nA Vv pF ns mm
SAL 41 150 15 20 4,2
SAL 43 200 15 20 o 3 <760 15 <6 ) <10 Y 10,1
SAL 45 300 15 20 151
SAM 42 150 9
SAM 43 200 < 0,84 3 ¥1.5
15 20 20 40 <60 15 <8 <10 %)
SAM 44 250 >0,5 0,1 14
SAM 45 300 16,5
SAM 62 150 9
SAM 63 200 < 0,84 3 11,5
15 20 20 40 <60 15 <8 1) <10 2)
SAM 64 250 >0,5 0,1 14
SAM 65 300 16,5
N Ur =0V, f=500kHz 2) beim Schalten von lf = 10 mA auf Up = 6V
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Dioden

Si-Schaiterdioden
Si-switching diodes

Diodes

Typ Grenzdaten bei Informationsdaten bei .
max. ratings at = 25°C electrical characteristics at 0 = 25 °C
Piat Ur le U bei In bei re bei < bei
at at at at
I3 Ur le f Ur
mW \" mA V mA nA \ o] mA MHz pF v
SA 412 120 20 100 <12 100 <100 20 <1 10 30...300 =31 10
4’; 1 =
AT - 296 1806 |
. “‘3‘}_ by I & 1:( ST Farbring =
N‘j_ S M N‘* I',:.] Katode:
: = 1L SAY 12 orange &
”‘1———“— SAY 16 griin
— SAY 17 rot Farbpunkt
| R i #{  SAY18 gelb o
i SAY 20 schwarz A rot
| o~ o~ y e SA 4§12 gell_b
as | &5 St i | SA 418 grin
oy , |
il R| Aotode = Katode %0
NP S | ] | : ;
1 _| \Lr & 7 y colour ring e ‘|| colour point
¢ T 424 l«| cathode: & gi‘hc’de: d
: i Katode * | SAY 12 orange - 403 re
- SAY 16 green o24 SA 412 YQHOW
25 / g ; SA 418 green
-t i H—L  SAY 17 red | g
| X - '[_J SAY 18 yellow o
! e J i SAY 20 black
04 Al i[ L ]
SAY 30 ... SAY 42 SAY 16L2 ... 20L2 SAY 16B ... 208B SA 403, SA 412
SAY 12L2, SAY 73L2 ~SAY 12B SA 418
?& \"% = ‘ SAL 43,45
= : : o
= \Q“F Q-T m mm Do mm e e :
R | A
4 v J__ =
42 _ - [ =
I
: Ajclolololele
= & SAM 42... 45
| S . :
ULl = _ _
':‘_‘-C‘:‘) * C v o] 0 0 o]
¥
o8, D@O®OG®
) §AM§Z...§5
IR &
L SAL 41 SAL 43, SAL 45, l5tbar
- SAM a2 ... 45 solderable
SAM 62 ... 65

OOOOO®
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Dioden Diodes

Si-Z-Dioden

Si-Z diodes
Typ Kenndaten  bei 5
choracteristics at U2 = 25 C
Prot lz Uz rz bei TKuz Us bei  Us bei
at at at
lz F Ir
mw mA v 2 mA 10-4/K vV mA v uh
SZX 18/ 065...085 <8 —26 ...—~23
SZX 18/5.6 B0 ...063 <65 +3 ...45 >1
SZX 18/6,8 6,0 L5 <10 SN T 0
SZX 18/8,2 T3 92 <8 20 el 35
SZX 18/10 250 88 ...11,0 <17 5 +5 ...-8 < 0,85 5 =5 1
SZX 18/12 10,7...13.4 <30 +6 ..,49 =7
SZX 18/15 130...165 <40 T, R (1 ~10
SZX 18/18 16,0...20,0 <55 +8 ...495 >10
SZX 18/22 19,6...24,4 <90 +8 ...-10 =10
SZX 19/5,1 48 ...54 <75 —5 ...+3 =]
SZX 19/5,6 A G < 60 —3 ...+5 =1
SZX 19/6,2 58 ...66 <735 —2 ..}+6 >1
SZX 19/6,8 250 6,1 T2 <8 i —1 ...+7 < 0,85 5 >2 1
SZX 19/7,5 74,0 [ e <7 +2 ...+7 =2
SZX 19/8,2 T Bl T 43 .7 >335
SZX 19/9,1 85 ...96 <10 +4 ...-8 35
SZX 19/10 9.4 ...106 < 15 +5 ...+85 =5
SZX 19/11 104...11,6 <20 +55...+9 S
SZX 1912 11,4...12,8 <20 46 ...49 7
SZX 19/13 125140 <30 “+7 ...+9 =7
SZX 19/15 13,8155 <735 “+7 ...-+95 >10
SZX 19/16 250 153...17,0 <40 5 48 ...+95 <70,85 5} >10 1
SZX 19/18 16,8...19,0 <50 +8 ...4195 >10
SZX 19/20 188...21,0 <80 +8 ...410 =10
SZX 19/22 20,8...230 <80 “+8 ...410 =12
SZX 19/24 228...256 <80 +8 ...+10 >12
SZX 211 200 0,73...0,83 <8 —18 ...—=22
SZX 21/51 43 48 ...54 <60 —5 ,..+3
SZX 21/5.6 40 52 ...60 <40 —2 ...-}5 =21
SZX 21/6,2 250 37 58 ...66 <10 —1 ...+6 =1
SZX 21/6.8 400 1 34 64 72 <8 5 +0 ...47 o 50 =2 1
SZX 21/7,5 31 70 i:x79 <7 i >2
SZX 21/8,.2 27 T o8 <7 +3 ...+7 >3.5
SZX 21/91 25 85 w20 <10 44 ...18 B )
SZX 21/10 23 94 ...106 <515 +5 ...+8 0
SZX 21/11 21 104...11,6 <20 +5 ...}8 =5
SZX 21/12 19 11,4...12,8 <20 +6 ...+9 =7
SZX 21/13 17 126 ...14,0 <25 +65...-F9 =7
SZX 21/15 250 16 13.8::..155 <730 47 ...49 =10
SZX 21/16 400 1) 14 153 0.4 17.0 <40 5 B T T -t 50 S5 10 1
SZX 21/18 12,5 16,8...19,0 ) +7 ...49 >10
SZX 21/20 11,5 1882150 <55 +7 ...+ =10
SZX 21722 10,5 20,8...230 < 55 47 ...49 >12
SZX 21/24 9 22.8...256 <80 +7.5...4+9,5 =12
) #. = 25°C
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Dioden

Si-Leistungs-Z-Dioden
Si-power-Z-diodes

Diodes

Typ Kenndaten  bei
characteristics at %o = 25°C
Prot Iz 1z2) Ie Uz rz bei/at TKuz Rihje
Rth]ﬂ.
Iz
W mA mA mA Vv o} mA 10-4/K K/w
SZ 600/0,75 1) 1000 3000 0.65...0,85 100 —
SZ 600/5,1 185 1450 48 ...54 2 100 i}
SZ 600/5,6 165 1330 5,2 06,0 1 100 +2
SZ 600/6,2 150 1210 58 ...66 1 100 +3
SZ 600/6,8 139 1100 64 ...7.2 1 100 +3
SZ 600/7,5 125 1010 70 ... 719 1 100 -+4
SZ 600/8,2 115 210 77 ...88 1 100 -5
SZ 600/9,1 1 105 830 85 ...96 2 50 +6 <8
SZ 600/10 87 95 750 100 94 ...106 2 50 +6 < 100*
SZ 600/11 85 690 104...11,6 4 50 +7
SZ 600/12 80 630 T 207 4 50 -7
SZ 600/13 70 570 12,4...141 5 50 +7
SZ 600/15 65 500 13.8...157 5 50 +7
SZ 600/16 60 470 1520 6 25 +7
S5Z 600/18 55 420 16,8...19,1 6 25 +7
SZ 600/20 50 380 188...21,2 6 25 --8
SZ 600/22 45 350 208...233 6 25 +8
1) in FluBrichtung gepelte Diode 2) mit Kihlblech 200200 3mm?
) forward-biased diode 2) with heat sink 200200 3mm3
Si-Referenzelemente
Si-reference diodes
Typ Kenndaten  bei
characteristics at 9o = 25°C
Piot Uz rz Iz TKuz AUz bei/at Alz bei/at
da A48
mW v 2 mA 10-3/K mV “C pA K
SZY 20 <10 <6,6 <32
SZY 21 100 84 + 04 <25 5 <5 <33 0...75 <16 1
SZY 22 <2 <132 <64
SZY 23 =1 <6.6 <32
<290 15
otpar
Lo ; = »
Soiderobie —. | __h_] I o= ‘@3 B 7’ Furbpunkt
3 ! e | Katode:
%l Farbring q;._ M | SZY 20 schwarz
% : ; [
Katode: u SZY 21 gelb
L} S7X 18 schwarz 85 O | SZY 22 blau
ﬁ]‘f{.‘u‘rn"g B |
C‘p‘.-’ou.f ring | SZX 19 rot P___“‘ — o= _-’ ul:): | SZY 23 rot
/ Hatode] I | @ | ul .
= l =3
¥ ¥ | ‘
#2 max colour ring Lt L4 | | colour point
| | cathode M4 | cathode:
e Il L ;
so.-g%’:féé?e--.._ J%| SZX 18 black ) h! | SZY 20 black
. | SZX 19 red mfcéf/eﬂ ; | SZY 21 yellow
it H 'y 11 spyan s
Max
’ Z20f7ra T SZY 23 red
FieR 2207175
SZX 18, SZX 19 SZX 21 SZY 20 ... 23 SZ 600
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Dioden

Si-Gleichrichterdioden
Si-rectifier diodes

Diodes

Typ elektrische Kenndaten
electrical characteristics

Urwm Urgm Ursm tFhen.r.ls) leavi®) lF(RMS) lerm Ur ln Rithic
Rinja™
\Y Vv Vv A A A A \' mA K/W
SY 170/1 100 <8
SY 170/2 200 <6 £
SY 171/1 100 17 25 39 100 <1 <8 !
SY 171/2 200 <6
SY 180/1 70 100 100
SY 180/2 140 200 200
SY 180/4 280 400 400
SY 180/6 420 600 600 . <urt
SY 180/8 560 800 800 W 0 A% =0 =hd < <5,9%)
SY 180/10 700 1000 1000
SY 180/12 840 1200 1200
SY 180/14 980 1400 1400
SY 200 /9 100 110
SY 201 100 130 150
SY 202 200 260 300
SY 203 300 390 450
SY 204 400 520 600
SY 205 500 650 250 0,95 2 31 8 <1,2 <0,15 <100
SY 206 600 780 900
5Y 207 700 210 1050
SY 208 800 1040 1200
SY 210 1000 1300 1500
SY 320/0,75 75 100 110
SY 320/1 100 130 150
SY 320/2 200 260 300
SY 320/3 300 390 450
SY 320/4 400 520 600 0,95% <100%)
SY 320/5 500 650 750 0,85%) 2 31 8 =212 <0,15 <115%)
SY 320/6 600 780 900
SY 320/7 700 210 1050
SY 320/8 800 1040 1200
SY 320/10 1000 1300 1500
1) bei R-Last 1) with resistive load
%) mit Kihlkérper K 10 %) with heat sink K 10
9) volle Lange 3) with all length
%) AnschluBdréahte auf 10 mm gekirzt %) wires shorted to 10 mm
5) $a = 45°C 5) #. = 45°C
&) #. = 100°C 8 #. = 100°C
& 43
i G o o . Katode
o = Il | i ! ﬁ /
| s [ 4 H A
. Jued
8 e B
e - || y
b g R L B
SY 200.,..5Y 210 32 max %% 7% e
S s 52 SY 180
Farbring
o colour ring Y60r207
o i
- L (na’fode)§
a i ; i 1
F - e ST | —— ey
¥ lg 1
Stmin__ |, W0
# 78 max o
YI0F767

SY 320, SY 330, SY 335
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Dioden, Thyristoren Diodes, Thyristors

Schnelle Si-Gleichrichterdioden
Fast recovery Si-diodes

Typ elekirische Kenndaten
electric characteristics

Urrm U(er) le(av) le(rrs) Urn lrrM ter Renja
Vv v A A v mA s K/W
SY 335/05 K 50 100 1.4
SY 335/1 K 100 200 1.4 3 =12 =0,5 =05 =60
SY 335/2 K 200 400 1.4
SY 335/4 K 400 600 1.2
SY 335/05 L 50 100 1,4
SY4335/4% L 100 200 1,4
SY 335/2L 200 400 1,4 3 <12 0,5 <1 <60
SY 335/4 L 400 600 1,2
SY 335/6 L 600 800 51
SY 335/8 L 800 1000 1,0
SY 330/1 100 200 0,46
SY 330/2 200 400 0,43
SY 330/4 400 600 0,37 ; "
SY 330/6 600 800 0,32 = =0 =32 =100
SY 330/8 800 1000 0,29
SY 330/10 1000 1200 0,27
SY 330/12 1200 1400 0,24
SY 330/15 1500 1700 0,21

Si-Thyristoren
Si-thyristors

Typ Kenndc:le:n ] bei o = 25°C
characteristics at
Urwm Usrrm Ursm IT{AVJ IT[RMS) ltrm Uer ler lu Us Ir ta tq Rinje
Upwu Uorm Upsm Io
vV v \' A A A vV mA mA V mA iLs us  KJ/W
ST 1031 100
ST 103/2 200
ST 103/3 300 3 45 15 <3 <20 <20 <1,8%) <10 <100 <6
ST 103/4 400
ST 103/5 500
ST 103/6 600
ST 108/0,5 35 50 50
ST 108/1 70 100 100
ST 108/2 140 200 200
ST 108/3 210 300 300 6 10 50 <=3 <100 <83 <2 < 51 60 <3
ST 108/4 280 400 400
ST 108/5 350 500 500
ST 108/6 420 600 600
') bei Urrm bzw. Uorm ) at Urrm or Uprm ) It =10A
fatode bei SY 1701
SY 17072
Anode bei SY 171/1 il 0
L | Kiih!- N / gate
fahne | - f L
A ] cooling F= ' 7
~ 05 dick l tob || | || “l S
(l-:% N a ; & N
I > F— | ch
| = % | 1 1
| 3 ! 1 s
; K pdg § | 37| ] 78
<2128 | |"7orr07 T M '
— 0 s
SY 170 T03F 757 T08F178

SY 171 ST 103 ST 108



Freiflachengleichrichter Free-area rectifiers

Si-Freifldchengleichrichter
Silicon free-area rectifiers

Schaltung Kenndaten bei Kihlplattenzahl  PlattengréBe Einbauldénge Bolzenzahl Bolzendurchmesser
circuit characteristics at  number of disks size length mounting stud number stud diameter
tha = —40..,4-45°C cooling disks
Uan len n A L L2) ne ds
v A St mm? mm mm St mm
M 25 1 100220 48 2 8
50 2 61
100 4 101
150 6 141
B 30 25 2 100 220 60 2 8
60 50 4 99
90 100 8 184
120 150 12 265
DB 35 3 100220 82 2 8
70 6 154 1) 145
140 12 279 1) 261
200 18 4117 384
B 30 10 2 5858 77 1 8
60
90
120
) offene Ausfithrung ) geschlossene Ausfihrung
open form enclosed form

Plattensortiment fiir Selen-Freiflachengleichrichter
Assortment of disks for selenium free-area rectifiers

PlattengroBe Elektrische Kenndaten max. Plattenzahl  Abstand Bolzenzahl Bolzendurchmesser
disk size electrical characteristics max. disks number distance stud number stud diameter
Uan |GN?) |GN2) ien?) Nmax dp ng dB

W-Reihe?) X-Reihe Y-Reihe
W-series®) X-series  Y-series

v A A A St mm St mm

16,6 16,6 0.2 0.13 0.08 32 2.5 1 4
20x 25 0,5 — — 28 5,5 1 4
20:<25 - 0,3 0,18 28 3,4 1 4
2533 - 0,5 - 28 55 1 ]
2533 — — 0,3 28 3.4 1 5
3333 1.1 0,85 1) - 28 5,5 1 D
3350 1.6 1.0 6.8 24 3.5 1 5
50,50 - 1.6 1.3 40 3.5 1 8
50:x62 20 3.0 — - 36 7.0 1 8
5083 25 - 3,0 2,3 36 7,0 1 8
50100 300 5,0 — - 30 12 1 8
71100 7,0 5,0 4,2 30 12 1 8
100:<100 9.0 6,0 5,0 30 12 1 8
100.- 100 10 — - 24 15 1 8
100 <200 18 — 10 24 15 2 8
1004300 24 - 15 24 15 3 8
1002300 30 - - 24 18 3 8
100 % 400 36 — - 24 15 4 8
1003< 500 15 — - 24 15 5 8
200300 - - 30 24 18 6 8
) Lieferung nach Vereinbarung ) available on agreement
2) E-Schaltung; fiir M- und B-Schaltung < 2, ?) one way circuit; at 2-way configenrations < 2,

fur DB-Schaltung < 3 at 3-phase bridge circuit > 3
3) in Vorbereitung 3) under developement
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Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenkleinstgleichrichter fiir gedruckte Schaltungen

e o ; S 25
Selenium subminiature rectifiers for printed circuits 1 r
Typ Kenndaten bei _ .~ Gehduse-
characteristics at g ==, A0 abmessungen Tt T E 20 C60
case size 0 E 25 C 60
LA 'G: . N M20 C 120
v m i M25 C 120
g e V 10 C 60
rd | -
E 20 C60 20 60 45 X MK 155 == et Vst R
E 25 C 60 25 60 45 % 1 X 125 i _
E 50 C 80 50 80 7.5 %135%:12,5 2 3
- Ay 251
E 60 C70 60 70 7.5 ¥ 13X 125 2]
E 75 C70 75 70 15 18 o 1 ’ E 50 C 80
E 100 C 40 100 40 g XM X125 ! E 60 C70
E 125 C 40 125 40 9 X 11 X125 i E 75 C70
' BN V 30 C70
M 20 C 120 20 120 45 % 11 X125 ) V 37 C70
M 25 C 120 25 120 45 % 11 X 125 | M 60 C 140
M 60 C 140 60 140 7.5 X.13 X 12,5 ' M 75 C 140
g . 3 %3r%07 55 B 20 C 200
M 75 C 140 75 140 adgAaaciled L e Lo B 25 C 200
M 80 C 80 80 80 9 Bt 3125
M 100 C 80 100 80 9 X 11x125 5 4
g 7
V 10 C 60 10 60 45 % 11 X 12,5 q..i._ 2T
V 125C 60 12,5 60 45 X 11 %X 12,5 . .
V 30 C70 30 70 7.5 X 13X 12,5 ' | I E 100 C 40
V 37 C70 37 70 75 X 13 X 125 o | ME Y
i i I 80
V 40 C 40 40 40 9 X 11125 e N M 100 C 80
V 50 C 40 50 40 9 X 11X 125 N | V 40 C 40
_ Lt V 50 C 40
B 20 C25 20 25 7 X7 ix8 Lo P B 40 C &80
B 25 C25 25 25 7 X7 X8 e R B 50 Céo
B 20 C 200 20 200 7.5 X 13 X 12,5
B 25 C 200 25 200 7.5 X 13X 12,5
B 40 C 80 40 80 9 X 111X 125
B 50 C 80 50 80 9 X 11X 125
*iotoar
i ineccon B 20 C 25
= B 25 C 25
S5rEaT
Selenklammergleichrichter
Bracket-shaped selenium rectifiers
Typ Kenndaten  bei Gehduse-
characteristics at de = A0, 00°C abmessungen
Uan len le 1) case size
V' mA mA mm B 20 ... 30
C 500/300
B 20 C 500/300 20 300 500 6 X 17 X 20
B 25 C 500/300 25 300 500 6 X 17 X 20
B 30 C 500/300 30 300 500 6 X 17 X 20
B 20 C 750/500 20 500 750 6 X 20 X 29
B 25 C 750/500 25 500 750 6 X 20 X 29
B 30 C 750/500 30 500 750 6 X 20 % 20
B 20 C 1000/650 20 650 1000 6 % 33 X 29
B 25 C 1000/650 25 650 1000 6 X 33 X 29 B 20...30
B 30 C 1000/650 30 650 1000 6 X 33 X 29 E 750; 300
) mit Kiihlblech 200 cm2, 2 mm Al (B; ?805/6535
with heat sink 200 ¢m2, 2 mm Al b = 33
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Selengleichrichter

Selenblockgleichrichter im Metallgehduse
Selenium rectifier blocks in metal casing

Typ Kenndaten  bei _ ' Gehduse-
characteristics at B LG obmessungen
case size
Uan len
A mA mm
B 250 C 90 250 90 10 3¢ 15 X 32
B 250 C 135 250 135 12 o i 3 aT

Selenblockgleichrichter im Plastgehduse fiir gedruckte Schaltungen
Selenium rectifier blocks in plastic casing for printed circuits

Selenium rectifiers

Typ Kenndaten  bei r Gehduse-
characteristics ot 0¢ = —40...+40°C abmessungen
case size
Uan len
v mA mm
5
E 500 C 15 500 15 10 X 10 X 23 L |y
E 625 C 15 625 15 10 X 10 X 23 1'"“' : I | :
M 500 C 30 500 30 10 X 10 X 23 ‘ ! ’ ; FH _
M 625 C 30 625 30 10 X 10 X 23 | |
=
V 250 C 15 250 15 10 X 10 X 23 ' ’ Q,f '
V 300 C 15 300 15 10 X 10 X 23 f |_ & L
B 250 C 30 250 30 10 X 10 X 23 : 23 | % |
B 300 C 30 300 30 10 X 10 X 23 Ssarsny - = -
Selenhochspannungsstabgleichrichter im Keramikrohr
High-voltage rod-type selenium rectifiers in ceramic tube
Typ Kenndaten  bei
characteristics at s = 0. :50°C
Uan Ursm len lrrM |
v kV mA mA mm
E 2250 C 2,5 2250 9 2,5 200 50
E 3000 C 2 3000 10,7 2 150 60
E 3750 C 2 3750 14 2 150 70
E 4500 C 1,7 4500 17,5 1.7 100 85
E 6000 C 1,5 6000 22,6 15 100 110
o8 S
Se!e_nhochspupnungsgleidni&_ter TS zur Gleichrichtung des Zeilenriick- =
laufimpulses in Fernsehempfdngern o
Selenil:lm high-voltage rectifiers TS for the rectification of the line flyback |
pulse in television receivers e65_| |
o
Tyo Kenndaten  bei ! X Keramik- | =
tharaetaristics af U= = —40. ;. 4-40°C J"Oh"'?““‘ l %‘
ceramic ~
Ur URRM Ursm len lrrm | tube =
kV kV kV mA mA mm
L
TS 6,5 6,5 7.8 9,5 50
5 9 9 10,8 13 60 E
TS 11 11 13.2 16 70 ~
TS 13,5 13,5 16,0 18,5 0.3 R 85 wﬁ:,. i
15 18 18 21,6 24,5 110 Solderable
TS 20 20 24,0 26 120

62




Selengleichrichter

Selenhochspannungsstabgleichrichter im Kunststoffrahmen
High-voltage rod-type selenium rectifiers in plastics frame

Selenium rectifiers

Typ Kenndaten bei Gehduse-
characteristics at abmessungen
fta = —40...4+40°C case size
Uan Urr lan
v W mA mm
-E
E 3500 C 15 3500 14600 15 1417153

TR 2 Ve @ e
®@o @m0 @ Ole®:

Selenstabgleichrichter im HP-Rohr
Rod-type selenium rectifiers in HP tube

T Kenndaten  bei
i characteristics at ¥e =e—duvi 4070
Uan len
V mA
E: 125 i3 12,5 4
Eg5 &3 25 3
E 375 € 3 37,5 3
in gleicher Stufung bis
in constant intervals to
E 1500 C 3 1500 3
E 125 £ 5 12,5 5
E:2h 5 25 5
E 375 C 5 37,5 5
in gleicher Stufung bis
in constant intervals to
E 1500 C 5 1500 5
E 125 C10 12:5 10
E 25 € A0 25 10
E 37,5 C 10 JLD 10
in gleicher Stufung bis
in constant intervals to
E 500 C 10 500 10
Selenstabilisatoren

Selenium stabilizers

Typ Kenn- Kenndaten  bei . 5 Gehduse-
zeichnung characteristics at Oq = —40....-+40°C abmessungen
identi- Ur le R case size
fication v mA mm mm

0,55t S1 05...06

1.0 St 1 52 10512 ;52,0 50 (]

1,5 5t 1 53 18 .. 1.8

2,0 St 1 S 4 20...24

2,5 5t 1 5 5 2.5 .30

30 St 1 S6 30...36 05...20 7.5 7TXTX8

3,5 St 1 57 I35 42

4,0 5t 1 S8 40...48

0,5 5t 10 T 54 05...0,6

1,0 5t 10 t52 1,0...1,2

1,5 St 10 153 1,5...18 Al i gxtixaza

2,0 5t 10 154 20...24

2,5 5t 10 T 55 2,5...30

30510 156 30...36 S = Sl litas

355t 10 157 35...4,2

! 20... = X11X12,
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Selengleichrichter

Selendioden
Selenium diodes

Selenium rectifiers

Typ Kenndaten  bei - Gehduse-
characteristics at #a = —40...-F40°C abmessungen
case size
Ug lon re bei rF bei R
at at
Ur la
" mA M2 W k£2 uh mm mm
D1 12 2 >10 5 12...85 30 5 TAX7x8
D8 120 2 >16 80 <44 100 7:0 TX7x8
D 16 120-2 2 >16-2 80-2 <44-2 100 5+5 Tx7Tx12
D 18 270 2 >36 180 <120 100 10 Tx7Tx12
+ - [ + = aE" j
. <+
- N L4 §
N
e ™
; i
7 A . /1§
= Z % - g e 7.
olear S61F407
; solderable
076,078 D7 ,D8
Selenschaltdioden 5 3l L
Selenium switching diodes W
Typ Kenndaten Gehduse- 1 | Katode
characteristics abmessungen .—;?-5_5. g
case size R
e
Ur Urp le le”) Wo bei/at f 1 = I — b
vV vV mA mA mWs Hz mm | tﬁ |
DosA 60 250 75 50 6 5 11,6 210,555 @ |
;"? . |
|
) bei Gruppenmontage von mehr als 4 Dioden 1
at group mounting of more than 4 diodes
Selenamplitudenbegrenzer P
Selenium amplitude limiter
Typ KG 70
Pegel der Eingongsspannung
bezogen auf 0,775 V
input voltage pegel
related for 0,775 V Np: -2 —1 0 41 42  +3
Einfligungsddmpfung
bei 800 Hz
insertion attenuation
at 800 Hz Np: <005 <005 =03 05 1,1 17
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HEIM-ELECTRIC

Export - Import

Volkseigener AuBenhandelsbetrieb
der Deutschen Demokratischen
Republik

DDR-1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Telefon 21 80 - Telex 01 122-57

i

VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)

Leitbetrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik
DDR 12 Frankfurt (Oder), Postfach 14
Telafon 2690 Telex 016 252

VEB GLEICHRICHTERWERK STAHNSDORF

im VEB Kombinat Mikroelektronik
DDR 1533 Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Weg
Telefon 6 80 Telex 015 220

VEB ROHRENWERK ,,ANNA SEGHERS" NEUHAUS

im VEB Kombinat Mikroelektronik
DDR 642 Neuhous am Rennweg, Thomas-Mann-Strafle 2
Telefon 50 Telex 628 332

VEB GLEICHRICHTERWERK GROSSRASCHEN

im VEB Kombinat Mikroelektronik
DDR 7805 Grofiréschen, Karl-Liebknecht-StraBe 1
Telefon 2 35 Telex 017 8849

AUSGABE 197879

VEB FUNKWERK ERFURT

Leitbetrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik
DDR 501 Erfurt, Rudolfstrafle 47
Telefon 580 Telex D41 304

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN

im VEB Kombinat Mikroelektronik
DDR 57 Miihlhausen, Eisennacher Strafie 40
Telefon 8 30 Telex 061 8722

VEB WERK FUR FERNSEHELEKTRONIK

im VEB Kombinat Mikroelektronik
DDR 116 Berlin-Oberschéneweide, OstendstraBe 1-5
Telefon 63527 41 Telex 112 007

)

INSTITUT FUR MIKROELEKTRONIK DRESDEN

im VEB Kombinat Mikroelektronik
DDR 808 Dresden, Kénigsbriicker Landstrafle 159, Haus 337
Telefon 58 80 Telex 02-428

Q




